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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原始クロック線、原始反転クロック線及び初期駆動線に電気的に連結された第１シフト
レジスタと、
　前記原始反転クロック線、前記原始クロック線及び前記第１シフトレジスタの出力線で
ある第１発光制御線に電気的に連結された第２シフトレジスタと、
　前記初期駆動線、前記第１発光制御線及び第１クロック線に電気的に連結された第１Ｎ
ＡＮＤゲートと、
　前記第１発光制御線、前記第２シフトレジスタの出力線である第２発光制御線及び第２
クロック線に電気的に連結された第２ＮＡＮＤゲートと、
　前記第１ＮＡＮＤゲートの出力線である第１走査線に電気的に連結された第１画素部と
、
　前記第２ＮＡＮＤゲートの出力線である第２走査線に電気的に連結された第２画素部と
、
　前記第１走査線に電気的に連結された第３画素部と、
　前記第２走査線に電気的に連結された第４画素部と、を含み、
　前記第１発光制御線および前記第２発光制御線の信号レベルがハイレベルに設定された
場合、前記第１ＮＡＮＤゲートおよび前記第２ＮＡＮＤゲートは、前記第１クロック線を
介して供給されるクロック信号がハイレベル及びローレベルのうちの一方のレベルであり
、且つ、前記第２クロック線を介して供給されるクロック信号がハイレベル及びローレベ
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ルのうちの他方のレベルであるとき、前記第１走査線を介して出力される走査信号及び前
記第２走査線を介して出力される走査信号のうち、一方をハイレベルとし、且つ、他方を
ローレベルとすることを特徴とする有機電界発光表示装置。
【請求項２】
　前記第１シフトレジスタは、入力端子が前記初期駆動線に電気的に連結され、第１クロ
ック端子が前記原始クロック線に電気的に連結され、第２クロック端子が前記原始反転ク
ロック線に電気的に連結され、出力端子が前記第１発光制御線に電気的に連結されたこと
を特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項３】
　前記第２シフトレジスタは、入力端子が前記第１発光制御線に電気的に連結され、第１
クロック端子が前記原始反転クロック線に電気的に連結され、第２クロック端子が前記原
始クロック線に電気的に連結され、出力端子が前記第２発光制御線に電気的に連結された
ことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項４】
　前記第１ＮＡＮＤゲートは、前記初期駆動線、前記第１発光制御線及び第１クロック線
に電気的に連結され、初期駆動信号、第１発光制御信号及び第１クロック信号を印加され
て第１走査線に第１走査信号を出力することを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光
表示装置。
【請求項５】
　前記第２ＮＡＮＤゲートは、前記第１発光制御線、前記第２発光制御線及び第２クロッ
ク線に電気的に連結されて第１発光制御信号、第２発光制御信号及び第２クロック信号を
印加されて第２走査線に第２走査信号を出力することを特徴とする請求項１に記載の有機
電界発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１画素部は、第－１走査線、第１走査線及び第１発光制御線に電気的に連結され
たことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項７】
　前記第２画素部は、第０走査線、第２走査線及び第２発光制御線に電気的に連結された
ことを特徴とする請求項６に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項８】
　前記第３画素部は、第１走査線、第３走査線及び第１発光制御線に電気的に連結された
ことを特徴とする請求項７に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項９】
　前記第４画素部は、第２走査線、第４走査線及び第２発光制御線に電気的に連結された
ことを特徴とする請求項８に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１０】
　前記第１画素部ないし第４画素部の画素回路は、
　第１電源電圧線とデータ線間に電気的に連結され、走査線に制御電極が電気的に連結さ
れた第１スイッチング素子と、
　前記第１スイッチング素子と前記第１電源電圧線間に電気的に連結され、発光制御線に
制御電極が電気的に連結された第２スイッチング素子と、
　前記第１スイッチング素子と第２電源電圧線間に電気的に連結された駆動トランジスタ
と、
　前記第１電源電圧線と第３電源電圧間に電気的に連結された第１容量性素子と、
　前記走査線と前記駆動トランジスタの制御電極間に電気的に連結された第２容量性素子
と、
　前記駆動トランジスタと第２電源電圧線間に電気的に連結され、制御電極が前記発光制
御線に電気的に連結された第３スイッチング素子と、
　前記第１容量性素子と前記第３電源電圧線間に電気的に連結され、制御電極に２段以前
の走査線が電気的に連結された第４スイッチング素子と、
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　前記駆動トランジスタの制御電極と第３スイッチング素子間に電気的に連結された第５
スイッチング素子と、
　前記第３スイッチング素子と前記第２電源電圧線間に電気的に連結された有機電界発光
素子と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１１】
　前記第１スイッチング素子は、第１電極が前記データ線に電気的に連結され、第２電極
が前記第２スイッチング素子と駆動トランジスタ間に電気的に連結され、制御電極が走査
線に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１０に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１２】
　前記第２スイッチング素子は、第１電極が前記第１スイッチング素子と駆動トランジス
タ間に電気的に連結され、第２電極が前記第１電源電圧線と第１容量性素子間に電気的に
連結され、制御電極が発光制御線に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１０に記
載の有機電界発光表示装置。
【請求項１３】
　前記第３スイッチング素子は、第１電極が前記駆動トランジスタと第５スイッチング素
子間に電気的に連結され、第２電極が前記有機電界発光素子のアノードに電気的に連結さ
れ、制御電極が発光制御線に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１０に記載の有
機電界発光表示装置。
【請求項１４】
　前記第４スイッチング素子は、第１電極が前記第１容量性素子と駆動トランジスタの制
御電極間に電気的に連結され、第２電極が第３電源電圧線に電気的に連結され、制御電極
が２段以前の走査線に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１０に記載の有機電界
発光表示装置。
【請求項１５】
　前記第５スイッチング素子は、第１電極が前記駆動トランジスタの制御電極に電気的に
連結され、第２電極が前記駆動トランジスタと前記第３スイッチング素子間に電気的に連
結され、制御電極が走査線に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１０に記載の有
機電界発光表示装置。
【請求項１６】
　前記駆動トランジスタは、第１電極が前記第１スイッチング素子と前記第２スイッチン
グ素子間に電気的に連結され、第２電極が第３スイッチング素子の第１電極に電気的に連
結され、制御電極が発光制御線に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１０に記載
の有機電界発光表示装置。
【請求項１７】
　前記第１シフトレジスタおよび前記第２シフトレジスタのそれぞれは、
　前記原始クロック線に制御電極が電気的に連結されて第１電源電圧をスイッチングする
第１ＰＭＯＳスイッチング素子と、
　前記第１ＰＭＯＳスイッチング素子と第１ノード間に電気的に連結され、制御電極が入
力線に電気的に連結された第２ＰＭＯＳスイッチング素子と、
　前記原始反転クロック線に制御電極が電気的に連結されて第２電源電圧をスイッチング
する第１ＮＭＯＳスイッチング素子と、
　前記第１ＮＭＯＳスイッチング素子と第１ノード間に電気的に連結され、制御電極が入
力線に電気的に連結された第２ＮＭＯＳスイッチング素子と、
　前記原始反転クロック線に制御電極が電気的に連結されて第１電源電圧をスイッチング
する第３ＰＭＯＳスイッチング素子と、
　前記第３ＰＭＯＳスイッチング素子と前記第１ノード間に電気的に連結され、制御電極
が第２ノードに電気的に連結された第４ＰＭＯＳスイッチング素子と、
　前記原始クロック線に制御電極が電気的に連結されて第２電源電圧をスイッチングする
第３ＮＭＯＳスイッチング素子と、
　前記第３ＮＭＯＳスイッチング素子と前記第１ノード間に電気的に連結され、制御電極
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が第２ノードに電気的に連結された第４ＮＭＯＳスイッチング素子と、
　前記第１電源電圧線と前記第２ノード間に電気的に連結され、制御電極が第１ノードに
電気的に連結された第５ＰＭＯＳスイッチング素子と、
　前記第２電源電圧線と前記第２ノード間に電気的に連結され、制御電極が第１ノードに
電気的に連結された第５ＮＭＯＳスイッチング素子と、を含み、
　前記第１シフトレジスタに含まれる前記第２ＰＭＯＳスイッチング素子および前記第２
ＮＭＯＳスイッチング素子の各制御電極が連結された前記入力線は前記初期駆動線であり
、
　前記第２シフトレジスタに含まれる前記第２ＰＭＯＳスイッチング素子および前記第２
ＮＭＯＳスイッチング素子の各制御電極が連結された前記入力線は前記第１発光制御線で
あることを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１８】
　前記第２ノードの信号はシフトレジスタの出力信号であることを特徴とする請求項１７
に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１９】
　前記原始クロック線に電気的に連結されて原始クロック信号を伝達されて前記原始反転
クロック線に原始反転クロック信号を生成するクロックインバータを含むことを特徴とす
る請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２０】
　前記第１クロック線は、奇数番目ＮＡＮＤゲートに電気的に連結されたことを特徴とす
る請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２１】
　前記第１クロック線にローレベルの第１クロック信号が印加されて前記第２クロック線
にハイレベルの第２クロック信号が印加されると、奇数番目画素回路部にローレベルの走
査信号が印加されて画素回路部にデータ信号が印加されることを特徴とする請求項２０に
記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２２】
　前記奇数番目画素回路部にローレベルの発光制御信号が印加されると発光することを特
徴とする請求項２１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２３】
　前記第２クロック線は、偶数番目ＮＡＮＤゲートに電気的に連結されたことを特徴とす
る請求項２に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２４】
　前記第１クロック線にハイレベルの第１クロック信号が印加されて前記第２クロック線
にローレベルの第２クロック信号が印加されると、偶数番目画素回路部にローレベルの走
査信号が印加されて画素回路部にデータ信号が印加されることを特徴とする請求項２３に
記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２５】
　前記偶数番目画素回路部にローレベルの発光制御信号が印加されると発光することを特
徴とする請求項２４に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２６】
　前記初期駆動線の初期駆動信号がハイレベルであって前記第１発光制御線の第１発光制
御信号がハイレベルであるとき、前記第１クロック線にハイレベルの第１クロック信号が
印加されて、前記第２クロック線にローレベルの第２クロック信号が印加されると、第１
ＮＡＮＤゲートがローレベルの第１走査信号を第１走査線に出力することを特徴とする請
求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２７】
　前記第１発光制御線の第１発光制御信号がハイレベルであって前記第２発光制御線の第
２発光制御信号がハイレベルであるとき、前記第１クロック線にローレベルの第１クロッ
ク信号が印加されて、前記第２クロック線にハイレベルの第２クロック信号が印加される
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と、第２ＮＡＮＤゲートがローレベルの第２走査信号を第２走査線に出力することを特徴
とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２８】
　前記第１発光制御線の第１発光制御信号がハイレベルであって前記第２発光制御線の第
２発光制御信号がハイレベルであるとき、前記第１クロック線にハイレベルの第１クロッ
ク信号が印加されて、前記第２クロック線にローレベルの第２クロック信号が印加される
と、第３ＮＡＮＤゲートがローレベルの第３走査信号を第３走査線に出力することを特徴
とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２９】
　前記第２発光制御線の第２発光制御信号がハイレベルであって前記第３発光制御線の第
３発光制御信号がハイレベルであるとき、前記第１クロック線にローレベルの第１クロッ
ク信号が印加されて、前記第２クロック線にハイレベルの第２クロック信号が印加される
と、第４ＮＡＮＤゲートがローレベルの第４走査信号を第４走査線に出力することを特徴
とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機電界発光表示装置(an organic light emitting display)に関し、より詳
しくは、有機電界発光表示装置の画素回路(pixel circuit)の縦方向のショート不良を予
め検出することができる有機電界発光表示装置に関する。
　本願は、韓国で２００７年４月６日に出願された韓国特許出願Ｎｏ．１０－２００７－
００３４２８５号に対し優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　有機電界発光表示装置は、蛍光性(fluorescent)または燐光性(phosphorescent)の化合
物を電気的に励起させて発光させる表示装置であって、Ｎ×Ｍ個の有機電界発光素子を駆
動して映像を表現するようになっている。このような有機電界発光素子はアノード（ＩＴ
Ｏ）、有機薄膜、カソード（ｍｅｔａｌ）を備えた構造になっている。有機薄膜は電子と
正孔との結合を通じて光を発光する発光層（ｅｍｉｔｔｉｎｇ ｌａｙｅｒ、ＥＭＬ）、
電子を輸送する電子輸送層（ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｌａｙｅｒ、ＥＴＬ
）及び正孔を輸送する正孔輸送層（ｈｏｌｅ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｌａｙｅｒ、ＨＴＬ）
を含む多層構造でなり、さらに別の電子を注入する電子注入層（ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｉｎ
ｊｅｃｔｉｎｇ ｌａｙｅｒ、ＥＩＬ）及び正孔を注入する正孔注入層（ｈｏｌｅ ｉｎｊ
ｅｃｔｉｎｇ ｌａｙｅｒ、ＨＩＬ）を含むことができる。
【０００３】
　このように構成された有機電界発光素子を駆動する方式としては、単純マトリクス（ｐ
ａｓｓｉｖｅ ｍａｔｒｉｘ、ＰＭ）方式及びＭＯＳ型（Ｍｅｔａｌ Ｏｘｉｄｅ Ｓｉｌ
ｉｃｏｎ）薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ ｆｉｌｍ ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、ＴＦＴ）を用
いた能動駆動（ａｃｔｉｖｅ ｍａｔｒｉｘ、ＡＭ）方式がある。単純マトリクス方式は
、陽極と陰極とを直交させて形成してラインを選択して駆動する一方、能動駆動方式は薄
膜トランジスタ及びキャパシタを各ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ ｔｉｎ ｏｘｉｄｅ）画素電極
に接続してキャパシタ容量によって電圧を維持させる駆動方式である。
【０００４】
　このような有機電界発光表示装置はパーソナルコンピュータ、携帯電話、ＰＤＡなどの
携帯情報端末機などの表示装置や各種情報器機の表示装置として使われている。
【０００５】
　近年、陰極線管に比べて重さと容積が小さい各種発光表示装置が開発されており、特に
発光効率、輝度及び視野角に優れて応答速度の速い有機電界発光表示装置が注目されてい
る。
【０００６】
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　このような有機電界発光表示装置の画素回路（Ｐｉｘｅｌ）は、隣接する２つの走査線
（または発光制御線）と隣接する２つのデータ線によって定義される画素領域に形成され
、隣接する２つの走査線（または発光制御線）から走査信号（または発光制御信号）が印
加されると、画素回路の有機電界発光素子（ＯＬＥＤ）が発光する。前記画素回路と電気
的に連結された隣接する２つの走査線（または発光制御線）は、一般的にｎ番目画素回路
である場合、ｎ番目走査線（または発光制御線）とｎ－１番目走査線（または発光制御線
）になり得る。画素回路に電気的に連結された走査線（または発光制御線）は、走査信号
（または発光制御信号）を画素回路の有機電界発光素子（ＯＬＥＤ）に印加し、画素回路
の有機電界発光素子（ＯＬＥＤ）を発光させて１フレームの映像をパネルに出力させる。
しかし、有機電界発光表示装置は、１フレームの映像が同時に発光するため、一定パター
ンを印加する以前にはピクセルショートを検出し難い。
【０００７】
　従来の画素回路にショートが発生したことを検出するためには、モジュール工程で一定
パターンを有機電界発光表示パネルに印加してショートが発生したことを検出することが
できた。しかし、ショートが発生した不良パネルのためにモジュール工程作業コストが追
加的に発生し、モジュール工程で全数検査をしない場合、縦方向のショートが不良として
検出されず、最終利用顧客が不良を見つけることになり、従って商品の信頼性が低下され
る問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述した従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は有機
電界発光表示パネルのピクセルの縦方向のショート不良を予め検出して、モジュール工程
コストを節減し、信頼性の高い有機電界発光表示装置を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するため、本発明による有機電界発光表示装置は、原始クロック線、原
始反転クロック線及び初期駆動線に電気的に連結された第１シフトレジスタと、前記原始
反転クロック線、前記原始クロック線及び前記第１シフトレジスタの出力線である第１発
光制御線に電気的に連結された第２シフトレジスタと前記初期駆動線、前記第１発光制御
線及び第１クロック線に電気的に連結された第１ＮＡＮＤゲートと前記第１発光制御線、
前記第２シフトレジスタの出力線である第２発光制御線及び第２クロック線に電気的に連
結された第２ＮＡＮＤゲートと前記第１ＮＡＮＤゲートの出力線である第１走査線に電気
的に連結された第１画素部と前記第２ＮＡＮＤゲートの出力線である第２走査線に電気的
に連結された第２画素部と前記第１走査線に電気的に連結された第３画素部及び前記第２
走査線に電気的に連結された第４画素部を含むことができる。
【００１０】
　前記第１シフトレジスタは、入力端子が前記初期駆動線に電気的に連結され、第１クロ
ック端子が前記原始クロック線に電気的に連結され、第２クロック端子が前記原始反転ク
ロック線に電気的に連結され、出力端子が前記第１発光制御線に電気的に連結されること
ができる。
【００１１】
　前記第２シフトレジスタは、入力端子が前記第１発光制御線に電気的に連結され、第１
クロック端子が前記原始反転クロック線に電気的に連結され、第２クロック端子が前記原
始クロック線に電気的に連結され、出力端子が前記第２発光制御線に電気的に連結される
ことができる。
【００１２】
　前記第１ＮＡＮＤゲートは、前記初期駆動線、前記第１発光制御線及び第１クロック線
に電気的に連結され、初期駆動信号、第１発光制御信号及び第１クロック信号を印加され
て第１走査線に第１走査信号を出力することができる。
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【００１３】
　前記第２ＮＡＮＤゲートは、前記第１発光制御線、前記第２発光制御線及び第２クロッ
ク線に電気的に連結され、第１発光制御信号、第２発光制御信号及び第２クロック信号を
印加されて第２走査線に第２走査信号を出力することができる。
【００１４】
　前記第１画素部は、第－１走査線、第１走査線及び第１発光制御線に電気的に連結され
ることができる。
【００１５】
　前記第２画素部は、第０走査線、第２走査線及び第２発光制御線に電気的に連結される
ことができる。
【００１６】
　前記第３画素部は、第１走査線、第３走査線及び第１発光制御線に電気的に連結される
ことができる。
【００１７】
　前記第４画素部は、第２走査線、第４走査線及び第２発光制御線に電気的に連結される
ことができる。
【００１８】
　前記第１画素部ないし第４画素部の画素回路は、第１電源電圧線とデータ線間に電気的
に連結されて走査線に制御電極が電気的に連結された第１スイッチング素子と、前記第１
スイッチング素子と前記第１電源電圧線間に電気的に連結されて発光制御線に制御電極が
電気的に連結された第２スイッチング素子と、前記第１スイッチング素子と第２電源電圧
線間に電気的に連結された駆動トランジスタと、前記第１電源電圧線と第３電源電圧間に
電気的に連結された第１容量性素子と、前記走査線と前記駆動トランジスタの制御電極間
に電気的に連結された第２容量性素子と、前記駆動トランジスタと第２電源電圧線間に電
気的に連結されて制御電極が前記発光制御線に電気的に連結された第３スイッチング素子
と、前記第１容量性素子と前記第３電源電圧線間に電気的に連結されて制御電極に２段以
前の走査線が電気的に連結された第４スイッチング素子と、前記駆動トランジスタの制御
電極と第３スイッチング素子間に電気的に連結された第５スイッチング素子と、前記第３
スイッチング素子と前記第２電源電圧線間に電気的に連結された有機電界発光素子と、を
含むことができる。
【００１９】
　前記第１スイッチング素子は、第１電極が前記データ線に電気的に連結され、第２電極
が前記第２スイッチング素子と駆動トランジスタ間に電気的に連結され、制御電極が走査
線に電気的に連結されることができる。
【００２０】
　前記第２スイッチング素子は、第１電極が前記第１スイッチング素子と駆動トランジス
タ間に電気的に連結され、第２電極が前記第１電源電圧線と第１容量性素子間に電気的に
連結され、制御電極が発光制御線に電気的に連結されることができる。
【００２１】
　前記第３スイッチング素子は、第１電極が前記駆動トランジスタと第５スイッチング素
子間に電気的に連結され、第２電極が前記有機電界発光素子のアノードに電気的に連結さ
れ、制御電極が発光制御線に電気的に連結されることができる。
【００２２】
　前記第４スイッチング素子は、第１電極が前記第１容量性素子と駆動トランジスタの制
御電極間に電気的に連結され、第２電極が第３電源電圧線に電気的に連結され、制御電極
が２段以前の走査線に電気的に連結されることができる。
【００２３】
　前記第５スイッチング素子は、第１電極が前記駆動トランジスタの制御電極に電気的に
連結され、第２電極が前記駆動トランジスタと前記第３スイッチング素子間に電気的に連
結され、制御電極が走査線に電気的に連結されることができる。
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【００２４】
　前記駆動トランジスタは、第１電極が前記第１スイッチング素子と前記第２スイッチン
グ素子間に電気的に連結され、第２電極が第３スイッチング素子の第１電極に電気的に連
結され、制御電極が発光制御線に電気的に連結されることができる。
【００２５】
　前記シフトレジスタは、前記クロック線に制御電極が電気的に連結されて第１電源電圧
をスイッチングする第１ＰＭＯＳスイッチング素子と、前記第１ＰＭＯＳスイッチング素
子と第１ノード間に電気的に連結されて制御電極が入力線に電気的に連結された第２ＰＭ
ＯＳスイッチング素子と、前記反転クロック線に制御電極が電気的に連結されて第２電源
電圧をスイッチングする第１ＮＭＯＳスイッチング素子と、前記第１ＮＭＯＳスイッチン
グ素子と第１ノード間に電気的に連結されて制御電極が入力線に電気的に連結された第２
ＰＭＯＳスイッチング素子と、前記反転クロック線に制御電極が電気的に連結されて第１
電源電圧をスイッチングする第３ＰＭＯＳスイッチング素子と、前記第３ＰＭＯＳスイッ
チング素子と前記第１ノード間に電気的に連結されて制御電極が第２ノードに電気的に連
結された第４ＰＭＯＳスイッチング素子と、前記クロック線に制御電極が電気的に連結さ
れて第２電源電圧をスイッチングする第３ＮＭＯＳスイッチング素子と、前記第３ＮＭＯ
Ｓスイッチング素子と前記第１ノード間に電気的に連結されて制御電極が第２ノードに電
気的に連結された第４ＮＭＯＳスイッチング素子と、前記第１電源電圧線と前記第２ノー
ド間に電気的に連結されて制御電極が第１ノードに電気的に連結された第５ＰＭＯＳスイ
ッチング素子と、前記第２電源電圧線と前記第２ノード間に電気的に連結されて制御電極
が第１ノードに電気的に連結された第５ＮＭＯＳスイッチング素子と、を含むことができ
る。
【００２６】
　前記第２ノードの信号は、シフトレジスタの出力信号であり得る。
【００２７】
　前記原始クロック線に電気的に連結されて原始クロック信号を伝達されて前記原始反転
クロック線に原始反転クロック信号を生成するクロックインバータを含むことができる。
【００２８】
　前記第１クロック線は奇数番目ＮＡＮＤゲートに電気的に連結されることができる。
【００２９】
　前記第１クロック線にローレベルの第１クロック信号が印加されて前記第２クロック線
にハイレベルの第２クロック信号が印加されると、奇数番目画素回路部にローレベルの走
査信号が印加されて画素回路部にデータ信号が印加されることができる。
【００３０】
　前記奇数番目画素回路部にローレベルの発光制御信号が印加されると発光することがで
きる。
【００３１】
　前記第２クロック線は、偶数番目ＮＡＮＤゲートに電気的に連結されることができる。
【００３２】
　前記第１クロック線にハイレベルの第１クロック信号が印加されて前記第２クロック線
にローレベルの第２クロック信号が印加されると、偶数番目画素回路部にローレベルの走
査信号が印加されて画素回路部にデータ信号が印加されることができる。
【００３３】
　前記偶数番目画素回路部にローレベルの発光制御信号が印加されると発光することがで
きる。
【００３４】
　前記初期駆動線の初期駆動信号がハイレベルであって前記第１発光制御線の第１発光制
御信号がハイレベルであるとき、前記第１クロック線にハイレベルの第１クロック信号が
印加されて、前記第２クロック線にローレベルの第２クロック信号が印加されると、第１
ＮＡＮＤゲートがローレベルの第１走査信号を第１走査線に出力することができる。
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【００３５】
　前記第１発光制御線の第１発光制御信号がハイレベルであって前記第２発光制御線の第
２発光制御信号がハイレベルであるとき、前記第１クロック線にローレベルの第１クロッ
ク信号が印加されて、前記第２クロック線にハイレベルの第２クロック信号が印加される
と、第２ＮＡＮＤゲートがローレベルの第２走査信号を第２走査線に出力することができ
る。
【００３６】
　前記第１発光制御線の第１発光制御信号がハイレベルであって前記第２発光制御線の第
２発光制御信号がハイレベルであるとき、前記第１クロック線にハイレベルの第１クロッ
ク信号が印加されて、前記第２クロック線にローレベルの第２クロック信号が印加される
と、第３ＮＡＮＤゲートがローレベルの第３走査信号を第３走査線に出力することができ
る。
【００３７】
　前記第２発光制御線の第２発光制御信号がハイレベルであって前記第３発光制御線の第
３発光制御信号がハイレベルであるとき、前記第１クロック線にローレベルの第１クロッ
ク信号が印加されて、前記第２クロック線にハイレベルの第２クロック信号が印加される
と、第４ＮＡＮＤゲートがローレベルの第４走査信号を第４走査線に出力することができ
る。
【００３８】
　前記のようにして本発明による有機電界発光表示装置は、有機電界発光表示パネルのピ
クセル縦ショート不良を予め検出してモジュール工程コストを節減し、信頼性の高い有機
電界発光表示装置を提供する。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明による有機電界発光表示装置は、有機電界発光表示パネルのピクセルの縦方向の
ショート不良を予め検出してモジュール工程コストを節減し、信頼性を高めることができ
るという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、添付された図面を参照して、当業者が本発明を容易に実施できる程度に本発明の
望ましい実施例を詳しく説明すると、次のようである。
【００４１】
　ここで、明細書の全体に亘って類似の構成及び動作を有する部分に対しては同じ符号を
付した。また、ある部分が他の部分と電気的に連結されているとするとき、これは直接的
に繋がれている場合だけでなく、その間に他の素子を介在して繋がれている場合も含む。
【００４２】
　図１を参照すれば、本発明による有機電界発光表示装置を概略的に示したブロック図が
示されている。
【００４３】
　図１で示されたように、有機電界発光表示装置１００は、走査駆動部１１０、データ駆
動部１２０、発光制御駆動部１３０、及び有機電界発光表示パネル（以下、単に「パネル
」と称す）１４０を含むことができる。
【００４４】
　前記走査駆動部１１０は、複数の走査線Ｓｃａｎ［１］、Ｓｃａｎ［２］、…、Ｓｃａ
ｎ［ｎ］を通じて前記パネル１４０に走査信号を順次供給することができる。
【００４５】
　前記データ駆動部１２０は、複数のデータ線Ｄａｔａ［１］、Ｄａｔａ［２］、…、Ｄ
ａｔａ［ｍ］を通じて前記パネル１４０にデータ信号を供給することができる。
【００４６】
　前記発光制御駆動部１３０は、複数の発光制御線Ｅｍ［１］、Ｅｍ［２］、…、Ｅｍ［
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ｎ］を通じて前記パネル１４０に発光制御信号を順次供給することができる。また、発光
制御駆動部１３０は、発光制御信号のパルス幅を調節でき、かつ、一区間で発生する発光
制御信号のパルス数を調節することができる。発光制御線Ｅｍ［１］、Ｅｍ［２］、…、
Ｅｍ［ｎ］と繋がれている画素回路１４１（Ｐｉｘｅｌ）は、発光制御信号を伝達され、
画素回路１４１で生成された電流を発光素子に流す時点を決めることができる。
【００４７】
　また、前記パネル１４０は行方向に配列されている複数の走査線Ｓｃａｎ［１］、Ｓｃ
ａｎ［２］、…、Ｓｃａｎ［ｎ］及び発光制御線Ｅｍ［１］、Ｅｍ［２］、…、Ｅｍ［ｎ
］と列行方向に配列される複数のデータ線Ｄａｔａ［１］、Ｄａｔａ［２］、…、Ｄａｔ
ａ［ｍ］と、前記複数の走査線Ｓｃａｎ［１］、Ｓｃａｎ［２］、…、Ｓｃａｎ［ｎ］及
びデータ線Ｄａｔａ［１］、Ｄａｔａ［２］、…、Ｄａｔａ［ｍ］と発光制御線Ｅｍ［１
］、Ｅｍ［２］、…、Ｅｍ［ｎ］とによって定義される画素回路１４１を含むことができ
る。
【００４８】
　ここで前記画素回路において、奇数番目走査線（または奇数番目発光制御線）と隣接す
る２つのデータ線によって定義される画素領域上に、奇数番目画素部が形成されることが
でき、偶数番目走査線（または偶数番目発光制御線）と隣接する２つのデータ線によって
定義される画素領域上に、偶数番目画素部が形成されることができる。勿論、上述したよ
うに前記走査線Ｓｃａｎ［１］、Ｓｃａｎ［２］、…、Ｓｃａｎ［ｎ］には前記走査駆動
部１１０から走査信号が供給されることができ、前記データ線Ｄａｔａ［１］、Ｄａｔａ
［２］、…、Ｄａｔａ［ｍ］には前記データ駆動部１２０からデータ信号が供給されるこ
とができ、前記発光制御線Ｅｍ［１］、Ｅｍ［２］、…、Ｅｍ［ｎ］には前記発光制御駆
動部１３０から発光制御信号が供給されることができる。
【００４９】
　図２を参照すれば、本発明による有機電界発光表示装置の画素回路の回路図が示されて
いる。
【００５０】
　図２に示されたように、有機電界発光表示装置の画素回路は、走査線Ｓｃａｎ［ｎ］、
二つ前の走査線Ｓｃａｎ［ｎ－２］、データ線Ｄａｔａ［ｍ］、発光制御線Ｅｍｎ／２、
第１電源電圧線ＥＬＶＤＤ、第２電源電圧線ＥＬＶＳＳ、第３電源電圧線Ｖｉｎｉｔ、駆
動トランジスタＭ１、第１スイッチング素子Ｓ１、第２スイッチング素子Ｓ２、第３スイ
ッチング素子Ｓ３、第４スイッチング素子Ｓ４、第５スイッチング素子Ｓ５、第１容量性
素子Ｃ１、第２容量性素子Ｃ２、及び有機電界発光素子ＯＬＥＤを含むことができる。
【００５１】
　前記走査線Ｓｃａｎ［ｎ］は、発光させようとする有機電界発光素子ＯＬＥＤを選択す
る走査信号を前記第１スイッチング素子Ｓ１の制御電極に供給する役割を果たす。勿論、
このような走査線Ｓｃａｎ［ｎ］は走査信号を生成する走査駆動部１１０（図１参照）に
電気的に連結されることができる。
【００５２】
　前記二つ前の走査線Ｓｃａｎ［ｎ－２］は、先に選択されたｎ－２番目の走査線を共通
連結して用いる点で“Ｓｃａｎ［ｎ－２］”で表した。言い換えれば、前記二つ前の走査
線Ｓｃａｎ［ｎ－２］は、奇数番目走査線である場合には以前奇数番目走査線と共通で連
結して用い、偶数番目走査線である場合には以前偶数番目走査線と共通で連結して用いる
点で、“Ｓｃａｎ［ｎ－２］”で表した。前記二つ前の走査線Ｓｃａｎ［ｎ－２］は、第
３電源電圧Ｖｉｎｉｔを第１容量性素子Ｃ１と第２容量性素子Ｃ２に印加して第１容量性
素子Ｃ１と第２容量性素子Ｃ２に保持されていた電圧を初期化させることができる。
【００５３】
　前記データ線Ｄａｔａ［ｍ］は、発光輝度に比例するデータ信号（電圧）を前記第１容
量性素子Ｃ１の第１電極Ａ及び前記駆動トランジスタＭ１の第１電極に供給する役割を果
たせる。勿論、このようなデータ線Ｄａｔａ［ｍ］はデータ信号を生成するデータ駆動部
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１２０（図１参照）に電気的に連結されることができる。
【００５４】
　前記発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］は、実質的に前記有機電界発光素子ＯＬＥＤの発光時間
を制御できるように、前記第３スイッチング素子Ｓ３の制御電極に電気的に連結されて第
３スイッチング素子Ｓ３を制御することができる。発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］は、発光制
御信号を生成する発光制御駆動部１３０（図１参照）に電気的に連結されることができる
。
【００５５】
　前記第１電源電圧線ＥＬＶＤＤは、第１電源電圧を有機電界発光素子ＯＬＥＤに供給す
る。
【００５６】
　前記第２電源電圧線ＥＬＶＳＳは、第２電源電圧を有機電界発光素子ＯＬＥＤに供給す
る。ここで、前記第１電源電圧は、通常前記第２電源電圧に比べてハイレベルであり得る
。
【００５７】
　前記第３電源電圧線Ｖｉｎｉｔは、第３電源電圧を第１容量性素子Ｃ１と第２容量性素
子Ｃ２に印加して、前記第１容量性素子Ｃ１と第２容量性素子Ｃ２に保持されていた電圧
を初期化させることができる。
【００５８】
　前記第１スイッチング素子Ｓ１は、第１電極（ドレーン電極またはソース電極）が前記
データ線Ｄａｔａ［ｍ］に電気的に連結され、第２電極（ソース電極またはドレーン電極
）が駆動トランジスタＭ１の第１電極に電気的に連結され、制御電極（ゲート電極）が走
査線Ｓｃａｎ［ｎ］に電気的に連結されることができる。このような第１スイッチング素
子Ｓ１はターンオンされると、データ信号を第１容量性素子Ｃ１の第１電極Ａ及び駆動ト
ランジスタＭ１の第１電極に供給することができる。
【００５９】
　前記第２スイッチング素子Ｓ２は、第１電極が第１スイッチング素子Ｓ１と駆動トラン
ジスタＭ１間に電気的に連結され、第２電極が第１電源電圧線ＥＬＶＤＤと第１容量性素
子Ｃ１の第１電極に電気的に連結され、制御電極が発光制御線Ｅｍ／２に電気的に連結さ
れることができる。前記第２スイッチング素子Ｓ２は、制御電極にローレベルの走査信号
が印加されると、ターンオンされて駆動トランジスタＭ１に第１電源電圧ＶＤＤを印加す
ることができる。
【００６０】
　前記第３スイッチング素子Ｓ３は、第１電極が駆動トランジスタＭ１と第５スイッチン
グ素子Ｓ５間に電気的に連結され、第２電極が有機電界発光素子ＯＬＥＤのアノードに電
気的に連結され、制御電極が発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］に電気的に連結されることができ
る。前記第３スイッチング素子Ｓ３は、制御電極にローレベルの発光制御信号が印加され
るとターンオンされて、駆動トランジスタＭ１の駆動電流を有機電界発光素子ＯＬＥＤに
流す。
【００６１】
　前記第４スイッチング素子Ｓ４は、第１電極が駆動トランジスタＭ１の制御電極と第１
容量性素子Ｃ１間に電気的に連結され、第２電極が第３電源電圧線Ｖｉｎｉｔに電気的に
連結され、制御電極が二つ前の走査線Ｓｃａｎ［ｎ－２］に電気的に連結されることがで
きる。前記第４スイッチング素子Ｓ４は、制御電極にローレベルの走査信号が印加される
とターンオンされて、第１容量性素子Ｃ１及び第２容量性素子Ｃ２に保持されていた電圧
を初期化させる。
【００６２】
　前記第５スイッチング素子Ｓ５は、第１電極が駆動トランジスタＭ１の制御電極と第１
容量性素子Ｃ１間に電気的に連結され、第２電極が駆動トランジスタＭ１と第３スイッチ
ング素子Ｓ３間に電気的に連結され、制御電極が走査線Ｓｃａｎ［ｎ］に電気的に連結さ
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れる。前記第５スイッチング素子Ｓ５は、制御電極にローレベルの走査信号が印加される
とターンオンされて、駆動トランジスタＭ１をダイオード構造で連結する。
【００６３】
　前記第１容量性素子Ｃ１の第１電極は、第１電源電圧線ＥＬＶＤＤと第２スイッチング
素子Ｓ２間に電気的に連結され、その第２電極は、駆動トランジスタＭ１と第４スイッチ
ング素子Ｓ４間に電気的に連結されることができる。前記第１容量性素子Ｃ１は、第１電
極Ａと第２電極Ｂ間の電圧差を保持することができる。
【００６４】
　前記第２容量性素子Ｃ２の第１電極は、前記走査線Ｓｃａｎ［ｎ］と第１スイッチング
素子Ｓ１の制御電極間に電気的に連結され、その第２電極が駆動トランジスタＭ１の制御
電極に電気的に連結されることができる。画素回路を駆動するための第１電源電圧は、デ
ータ電圧の最大階調電圧より小さいかまたは同じでなければならない。データ電圧が最大
階調電圧（ブラック電圧）であるとき、第１電源電圧線ＥＬＶＤＤの第１電源電圧が一定
電圧以下にならなければならない。このとき、有機電界発光素子ＯＬＥＤの駆動電圧は一
定に維持されなければならないため、第２電源電圧線ＥＬＶＳＳの第２電源電圧も落ちる
ようになる。すなわち、データ電圧の最大階調電圧（ブラック電圧）は約５Ｖであるため
、第１電源電圧も５Ｖを越えて設定することができない。したがって、第１電源電圧と第
２電源電圧との差が１１Ｖを維持するために、第２電源電圧は反転の電圧値－６Ｖを持た
なければならず、その場合、第１電源電圧及び第２電源電圧を供給するＤＣ／ＤＣコンバ
ータの効率が相対的に落ちて画素回路の全体効率が減少する。ＤＣ／ＤＣコンバータの効
率を増加させるために第１電源電圧及び第２電源電圧のすべてが正の電圧範囲を持つこと
が望ましい。
【００６５】
　これを補償するために第２容量性素子Ｃ２を連結した。このような前記第２容量性素子
Ｃ２は、駆動トランジスタの制御電極の電圧を上昇させることができる。ここで、制御電
極の電圧はデータ電圧と閾値電圧との和(sum)で表すことができる。
【００６６】
　前記駆動トランジスタＭ１の第１電極は、第１スイッチング素子Ｓ１と第２スイッチン
グ素子Ｓ２間に電気的に連結され、その第２電極は第５スイッチング素子Ｓ５と第３スイ
ッチング素子Ｓ３間に電気的に連結され、制御電極が第１容量性素子Ｃ１と、第４スイッ
チング素子Ｓ４及び第５スイッチング素子Ｓ５間に電気的に連結される。このような駆動
トランジスタＭ１は、第１電源電圧線ＥＬＶＤＤから印加される第１電源電圧とデータ線
Ｄａｔａ［ｍ］から印加されるデータ電圧とで生成された一定量の電流を有機電界発光素
子ＯＬＥＤに供給する役割をする。
【００６７】
　前記有機電界発光素子ＯＬＥＤのアノードは、第３スイッチング素子の第２電極に電気
的に連結され、そのカソードが第２電源電圧線ＥＬＶＳＳに電気的に連結されることがで
きる。前記駆動トランジスタＭ１から印加される電流が第３スイッチング素子Ｓ３を通じ
て有機電界発光素子ＯＬＥＤに印加されて、有機電界発光素子ＯＬＥＤは所定の明るさで
発光する。
【００６８】
　図３を参照すれば、本発明による有機電界発光表示装置の走査駆動部及び発光制御駆動
部におけるシフトレジスタのブロック図が示されている。
【００６９】
　図３に示されたように、シフトレジスタは、シフトレジスタ入力信号ＩＮ［ＳＲ］、ク
ロック信号ＣＬＫ、及び反転クロック信号ＣＬＫＢが入力され、シフトレジスタ入力信号
ＩＮ［ＳＲ］が片側にシフトされたシフトレジスタ出力信号ＯＵＴ［ＳＲ］を出力するこ
とができる。前記シフトレジスタは、ローレベルのクロック信号ＣＬＫ及びハイレベルの
反転クロック信号ＣＬＫＢが印加されるときは入力信号ＩＮ［ＳＲ］と同じ出力信号ＯＵ
Ｔ［ＳＲ］を出力し、ハイレベルの出力信号ＯＵＴ［ＳＲ］及びローレベルの反転クロッ
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ク信号ＣＬＫＢが印加されるときは以前出力信号と同じ出力信号ＯＵＴ［ＳＲ］を出力す
ることができる。ここで以前出力信号は、ハイレベルの出力信号ＯＵＴ［ＳＲ］及びロー
レベルの反転クロック信号ＣＬＫＢが印加される直前にローレベルのクロック信号ＣＬＫ
とハイレベルの反転クロック信号ＣＬＫＢが印加されるときに出力された出力信号を意味
する。
【００７０】
　図４を参照すれば、図３に示されたシフトレジスタの回路図が示されている。
【００７１】
　図４に示されたように、本発明による有機電界発光表示装置の走査駆動部及び発光制御
駆動部においてシフトレジスタは、クロック信号ＣＬＫ、反転クロック信号ＣＬＫＢ、シ
フトレジスタ入力信号ＩＮ［ＳＲ］、第１電源電圧線ＶＤＤ、第２電源電圧線ＶＳＳ、第
１ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ１、第２ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ２、第３ＰＭＯＳス
イッチング素子Ｐ３、第４ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ４、第５ＰＭＯＳスイッチング素
子Ｐ５、第１ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ１、第２ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ２、第３
ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ３、第４ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ４、及び第５ＮＭＯＳ
スイッチング素子Ｎ５を含むことができる。
【００７２】
　前記クロック信号ＣＬＫと前記反転クロック信号ＣＬＫＢとは逆の信号であって、前記
クロック信号ＣＬＫがハイレベルである場合に、前記反転クロック信号ＣＬＫＢはローレ
ベルになり、前記クロック信号ＣＬＫがローレベルである場合に、前記反転クロック信号
ＣＬＫＢはハイレベルになる。
【００７３】
　前記第１電源電圧線ＶＤＤは、第１電源電圧をシフトレジスタＳＲに供給する。
【００７４】
　前記第２電源電圧線ＶＳＳは、第２電源電圧をシフトレジスタＳＲに供給する。ここで
、前記第１電源電圧は通常前記第２電源電圧に比べてハイレベルであり得る。
【００７５】
　前記第１ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ１の第１電極（ドレーン電極またはソース電極）
は第１電源電圧ＶＤＤに電気的に連結され、第２電極（ソース電極またはドレーン電極）
は第２ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ２に電気的に連結され、制御電極（ゲート電極）はク
ロック信号ＣＬＫに電気的に連結されることができる。このような第１ＰＭＯＳスイッチ
ング素子Ｐ１は、制御電極にローレベルのクロック信号ＣＬＫが入力されるとターンオン
されて、第１電源電圧ＶＤＤを第２ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ２の第１電極に供給する
ことができる。
【００７６】
　前記第２ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ２の第１電極は前記第１ＰＭＯＳスイッチング素
子Ｐ１の第２電極に電気的に連結され、第２電極は前記第１ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ
１の第１電極、すなわち、第１ノードＡに電気的に連結され、制御電極はシフトレジスタ
入力信号ＩＮ［ＳＲ］に電気的に連結されることができる。このような第２ＰＭＯＳスイ
ッチング素子Ｐ２は、制御電極にローレベルのシフトレジスタ入力信号ＩＮ［ＳＲ］が入
力されるとターンオンされて、第１ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ１から供給された第１電
源電圧ＶＤＤを第１ノードＡに供給することができる。
【００７７】
　前記第３ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ３の第１電極は第１電源電圧ＶＤＤに電気的に連
結され、第２電極は第４ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ４に電気的に連結され、制御電極は
反転クロック信号ＣＬＫＢに電気的に連結されることができる。このような第３ＰＭＯＳ
スイッチング素子Ｐ３は、制御電極にローレベルの反転クロック信号ＣＬＫＢが入力され
るとターンオンされて、第１電源電圧ＶＤＤを第４ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ４の第１
電極に供給することができる。
【００７８】
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　前記第４ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ４の第１電極は前記第３ＰＭＯＳスイッチング素
子Ｐ３の第２電極に電気的に連結され、第２電極は前記第３ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ
３の第１電極、すなわち、第１ノードＡに電気的に連結され、制御電極はシフトレジスタ
出力信号ＯＵＴ［ＳＲ］に電気的に連結されることができる。このような第４ＰＭＯＳス
イッチング素子Ｐ４は、制御電極にローレベルのシフトレジスタ出力信号ＯＵＴ［ＳＲ］
が入力されるとターンオンされて、第３ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ３から供給された第
１電源電圧ＶＤＤを第１ノードＡに供給することができる。
【００７９】
　前記第５ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ５の第１電極は第１電源電圧ＶＤＤに電気的に連
結され、第２電極は第５ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ５の第１電極に電気的に連結され、
制御電極は第１ノードＡに電気的に連結されることができる。このような第５ＰＭＯＳス
イッチング素子Ｐ５は、制御電極にローレベルの信号が第１ノードＡを通じて入力される
とターンオンされて、第１電源電圧ＶＤＤをシフトレジスタ出力信号ＯＵＴ［ＳＲ］に出
力することができる。
【００８０】
　前記第１ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ１の第１電極は第２ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ
２に電気的に連結され、第２電極は第２電源電圧ＶＳＳに電気的に連結され、制御電極は
反転クロック信号ＣＬＫＢに電気的に連結されることができる。このような第１ＮＭＯＳ
スイッチング素子Ｎ１は、制御電極にハイレベルの反転クロック信号ＣＬＫＢが入力され
るとターンオンされて、第２電源電圧ＶＳＳを第２ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ２の第２
電極に供給することができる。
【００８１】
　前記第２ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ２の第１電極は前記第２ＰＭＯＳスイッチング素
子Ｐ２の第２電極、すなわち、第１ノードＡに電気的に連結され、第２電極は前記第１Ｎ
ＭＯＳスイッチング素子Ｎ１の第１電極に電気的に連結され、制御電極はシフトレジスタ
入力信号ＩＮ［ＳＲ］に電気的に連結されることができる。このような第２ＮＭＯＳスイ
ッチング素子Ｎ２は、制御電極にハイレベルのシフトレジスタ入力信号ＩＮ［ＳＲ］が入
力されるとターンオンされて、第１ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ１から供給された第２電
源電圧ＶＳＳを第１ノードＡに供給することができる。
【００８２】
　前記第３ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ３の第１電極は第４ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ
４に電気的に連結され、第２電極は第２電源電圧ＶＳＳに電気的に連結され、制御電極は
クロック信号ＣＬＫに電気的に連結されることができる。このような第３ＮＭＯＳスイッ
チング素子Ｎ３は、制御電極にハイレベルのクロック信号ＣＬＫが入力されるとターンオ
ンされて、第２電源電圧ＶＳＳを第４ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ４の第２電極に供給す
ることができる。
【００８３】
　前記第４ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ４の第１電極は前記第４ＰＭＯＳスイッチング素
子Ｐ４の第２電極、すなわち、第１ノードＡに電気的に連結され、第２電極は前記第３Ｎ
ＭＯＳスイッチング素子Ｎ３の第１電極に電気的に連結され、制御電極はシフトレジスタ
出力信号ＯＵＴ［ＳＲ］に電気的に連結されることができる。このような第４ＮＭＯＳス
イッチング素子Ｎ４は、制御電極にハイレベルのシフトレジスタ出力信号ＯＵＴ［ＳＲ］
が入力されるとターンオンされて、第３ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ３から供給された第
２電源電圧ＶＳＳを第１ノードＡに供給することができる。
【００８４】
　前記第５ＮＭＯＳスイッチング素子Ｎ５の第１電極は第５ＰＭＯＳスイッチング素子Ｐ
５の第２電極に電気的に連結され、第２電極は第２電源電圧ＶＳＳに電気的に連結され、
制御電極は第１ノードＡに電気的に連結されることができる。このような第５ＮＭＯＳス
イッチング素子Ｎ５は、制御電極にハイレベルの信号が第１ノードＡを通じて入力される
とターンオンされて、第２電源電圧ＶＳＳをシフトレジスタ出力信号ＯＵＴ［ＳＲ］に出
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力することができる。
【００８５】
　図５を参照すれば、本発明による有機電界発光表示装置の発光制御駆動部を示したブロ
ック図が示されている。
【００８６】
　図５に示されたように、有機電界発光表示装置の発光制御駆動部はクロックインバータ
Ｉｎｖ＿ＣＬＫ、及び第１シフトレジスタＳＲ１ないし第ｎ／２シフトレジスタＳＲｎ／
２を含むことができる。
【００８７】
　前記クロックインバータＩｎｖ＿ＣＬＫは、前記クロック信号ＣＬＫを伝達されて前記
反転クロック信号ＣＬＫＢを生成し、第１シフトレジスタＳＲ１ないし第ｎ／２シフトレ
ジスタＳＲｎ／２に供給することができる。そして、前記クロック信号ＣＬＫがハイレベ
ルである場合に、前記反転クロック信号ＣＬＫＢはローレベルになり、前記クロック信号
ＣＬＫがローレベルである場合に、前記反転クロック信号ＣＬＫＢはハイレベルになる逆
の信号である。
【００８８】
　前記第１シフトレジスタＳＲ１は、入力端子Ｉｎが初期駆動線ＦＬＭと電気的に連結さ
れ、第１クロック端子ｃｌｋａが原始クロック線ＣＬＫに電気的に連結され、第２クロッ
ク端子ｃｌｋｂが原始反転クロック線ＣＬＫＢに電気的に連結され、出力端子Ｏｕｔに第
１シフトレジスタＳＲ１の出力信号を出力することができる。前記第１シフトレジスタＳ
Ｒ１の出力信号は初期駆動信号を片側にシフトした信号であって、第１発光制御線Ｅｍ［
１］に出力される第１発光制御信号となる。前記第１シフトレジスタＳＲ１の出力信号で
ある第１発光制御信号は、第２シフトレジスタＳＲ２の入力信号であり得る。
【００８９】
　前記第２シフトレジスタＳＲ２は、入力端子Ｉｎが第１発光制御線Ｅｍ［１］と電気的
に連結され、第１クロック端子ｃｌｋａが原始反転クロック線ＣＬＫＢに電気的に連結さ
れ、第２クロック端子ｃｌｋｂが原始クロック線ＣＬＫに電気的に連結され、出力端子Ｏ
ｕｔに第２シフトレジスタＳＲ２の出力信号を出力する。前記第２シフトレジスタＳＲ２
の出力信号は、第１発光制御信号を片側にシフトした信号であって、第２発光制御線Ｅｍ
［２］に出力される第２発光制御信号となり得る。前記第２シフトレジスタＳＲ２の出力
信号である第２発光制御信号は第３シフトレジスタＳＲ３の入力信号であり得る。
【００９０】
　前記第３シフトレジスタＳＲ３ないし第ｎ／２シフトレジスタＳＲｎ／２のうち奇数番
目シフトレジスタは、前記第１シフトレジスタＳＲ１と同様に第１クロック端子ｃｌｋａ
が原始クロック線ＣＬＫに電気的に連結され、第２クロック端子ｃｌｋｂが原始反転クロ
ック線ＣＬＫＢに電気的に連結され、出力端子Ｏｕｔに出力信号を出力することができる
。そして、偶数番目シフトレジスタは、第２シフトレジスタＳＲ２と同様に第１クロック
端子ｃｌｋａが原始反転クロック線ＣＬＫＢに電気的に連結され、第２クロック端子ｃｌ
ｋｂが原始クロック線ＣＬＫに電気的に連結され、出力端子Ｏｕｔに出力信号を出力する
ことができる。このとき、シフトレジスタの入力端子は、以前シフトレジスタの出力端子
Ｏｕｔに出力された発光制御信号が印加される。すなわち、第３シフトレジスタＳＲ３な
いし第ｎ／２シフトレジスタＳＲｎ／２の入力端子Ｉｎには、第２シフトレジスタＳＲ２
ないし第ｎ／２－１シフトレジスタＳＲｎ／２－１の出力端子Ｏｕｔに出力された第２発
光制御信号ないし第ｎ／２－１発光制御信号がそれぞれ印加されることができる。
【００９１】
　前記第１発光制御線Ｅｍ［１］ないし第ｎ／２発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］は、有機電界
発光表示パネル１４０（図１参照）と電気的に連結され、発光制御信号を有機電界発光表
示パネル１４０（図１参照）に印加することができる。
【００９２】
　図６を参照すれば図５に示された発光制御駆動部のタイミング図が示されている。
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【００９３】
　図６に示されたように、発光制御駆動部のタイミング図は第１駆動期間Ｔ１、第２駆動
期間Ｔ２、及び第３駆動期間Ｔ３を含むことができる。ここでシフトレジスタは、第１ク
ロック端子ｃｌｋａにローレベルのクロック信号が印加されて第２クロック端子ｃｌｋｂ
にハイレベルのクロック信号が印加されるときは、入力端子に印加された信号と同じ信号
を出力し、第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルのクロック信号が印加されて第２クロ
ック端子ｃｌｋｂにローレベルのクロック信号が印加されるときは、以前期間に出力端子
に出力された信号と同じ信号を出力する。前記第１シフトレジスタＳＲ１ないし前記第ｎ
／２シフトレジスタｎ／２は、第１駆動期間Ｔ１ないし第３駆動期間Ｔ３と以前シフトレ
ジスタから印加された入力信号、以前駆動期間の出力信号、原始クロック信号、原始反転
クロック信号によってハイレベルの第１発光制御信号ないし第ｎ／２発光制御信号を順次
出力することができる。
【００９４】
　前記第１駆動期間Ｔ１は、初期駆動線ＦＬＭからハイレベルの初期駆動信号、原始クロ
ック線ＣＬＫからローレベルの原始クロック信号、及び原始反転クロック線ＣＬＫＢから
ハイレベルの原始反転クロック信号が印加されることができる。
【００９５】
　まず、第１シフトレジスタＳＲ１は入力端子にハイレベルの初期駆動信号が印加され、
第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロック端
子ｃｌｋｂにハイレベルの原始反転クロック信号が印加されるため、出力端子は入力端子
に印加されたハイレベルの初期駆動信号と同じハイレベルの第１発光制御信号を出力する
ことができる。
【００９６】
　次いで、第２シフトレジスタＳＲ２は入力端子にハイレベルの第１発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルの原始反転クロック信号が印加され、第２
クロック端子ｃｌｋｂにローレベルの原始クロック信号が印加されるため、出力端子は以
前駆動期間の出力信号と同じローレベルの第２発光制御信号を出力することができる。
【００９７】
　次いで、第３シフトレジスタＳＲ３は入力端子にローレベルの第２発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロ
ック端子ｃｌｋｂにハイレベルの反転クロック信号が印加されるため、出力端子は入力端
子に印加されたローレベルの第２発光制御信号と同じローレベルの第３発光制御信号を出
力することができる。
【００９８】
　最後に、第４シフトレジスタＳＲ４ないし第ｎ／２シフトレジスタｎ／２のうち偶数番
目レジスタは、第２シフトレジスタＳＲ２と同様に動作してローレベルの発光信号を出力
し、奇数番目レジスタは第３シフトレジスタＳＲ３と同様に動作してローレベルの発光信
号を出力することができる。
【００９９】
　前記第２駆動期間Ｔ２は、初期駆動線ＦＬＭからローレベルの初期駆動信号、原始クロ
ック線ＣＬＫからハイレベルの原始クロック信号、及び原始反転クロック線ＣＬＫＢから
ローレベルの原始反転クロック信号が印加されることができる。
【０１００】
　まず、第１シフトレジスタＳＲ１は、入力端子にローレベルの初期駆動信号が印加され
、第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロック
端子ｃｌｋｂにローレベルの原始反転クロック信号が印加されるため、出力端子は第１駆
動期間Ｔ１の出力信号と同じハイレベルの第１発光制御信号を出力することができる。
【０１０１】
　次いで、第２シフトレジスタＳＲ２は、入力端子にハイレベルの第１発光制御信号が印
加され、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始反転クロック信号が印加され、第
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２クロック端子ｃｌｋｂにハイレベルの原始クロック信号が印加されるため、出力端子は
入力端子に印加されたハイレベルの第１発光制御信号と同じハイレベルの第２発光制御信
号を出力することができる。
【０１０２】
　次いで、第３シフトレジスタＳＲ３は、入力端子にハイレベルの第２発光制御信号が印
加され、第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルの原始クロック信号が印加され、第２ク
ロック端子ｃｌｋｂにローレベルの反転クロック信号が印加されるため、出力端子は第１
駆動期間Ｔ１の出力信号と同じローレベルの第３発光制御信号を出力することができる。
【０１０３】
　次いで、第４シフトレジスタＳＲ２は、入力端子にローレベルの第３発光制御信号が印
加され、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始反転クロック信号が印加され、第
２クロック端子ｃｌｋｂにハイレベルの原始クロック信号が印加されるため、出力端子は
入力端子に印加されたローレベルの第３発光制御信号と同じローレベルの第４発光制御信
号を出力することができる。
【０１０４】
　最後に、第５シフトレジスタＳＲ５ないし第ｎ／２シフトレジスタｎ／２のうち奇数番
目レジスタは、第３シフトレジスタＳＲ３と同様に動作してローレベルの発光信号を出力
し、偶数番目レジスタは第４シフトレジスタＳＲ４と同様に動作してローレベルの発光信
号を出力する。
【０１０５】
　前記第３駆動期間Ｔ３は、初期駆動線ＦＬＭからローレベルの初期駆動信号、原始クロ
ック線ＣＬＫからローレベルの原始クロック信号、及び原始反転クロック線ＣＬＫＢから
ハイレベルの原始反転クロック信号が印加されることができる。
【０１０６】
　まず、第１シフトレジスタＳＲ１は入力端子にローレベルの初期駆動信号が印加され、
第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロック端
子ｃｌｋｂにハイレベルの原始反転クロック信号が印加されるため、出力端子は入力端子
に印加されたローレベルの初期駆動信号と同じローレベルの第１発光制御信号を出力する
ことができる。
【０１０７】
　次いで、第２シフトレジスタＳＲ２は入力端子にローレベルの第１発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルの原始反転クロック信号が印加され、第２
クロック端子ｃｌｋｂにローレベルの原始クロック信号が印加されるため、出力端子は第
２駆動期間Ｔ２の出力信号と同じハイレベルの第２発光制御信号を出力することができる
。
【０１０８】
　次いで、第３シフトレジスタＳＲ３は入力端子にハイレベルの第２発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロ
ック端子ｃｌｋｂにハイレベルの反転クロック信号が印加されるため、出力端子は入力端
子に印加されたハイレベルの第２発光制御信号と同じハイレベルの第３発光制御信号を出
力することができる。
【０１０９】
　次いで、第４シフトレジスタＳＲ４は入力端子にハイレベルの第３発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルの原始反転クロック信号が印加され、第２
クロック端子ｃｌｋｂにローレベルの原始クロック信号が印加されるため、出力端子は第
２駆動期間Ｔ２の出力信号と同じローレベルの第４発光制御信号を出力することができる
。
【０１１０】
　次いで、第５シフトレジスタＳＲ５は入力端子にローレベルの第４発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロ
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ック端子ｃｌｋｂにハイレベルの反転クロック信号が印加されるため、出力端子は入力端
子に印加されたローレベルの第４発光制御信号と同じローレベルの第５発光制御信号を出
力することができる。
【０１１１】
　最後に、第６シフトレジスタＳＲ６ないし第ｎ／２シフトレジスタｎ／２のうち偶数番
目レジスタは、第４シフトレジスタＳＲ４と同様に動作してローレベルの発光信号を出力
し、奇数番目レジスタは第５シフトレジスタＳＲ５と同様に動作してローレベルの発光信
号を出力することができる。
【０１１２】
　前記第１シフトレジスタＳＲ１ないし前記第ｎ／２シフトレジスタｎ／２は、第１駆動
期間Ｔ１ないし第３駆動期間Ｔ３及び以前シフトレジスタから印加された入力信号と、以
前駆動期間の出力信号によってハイレベルの第１発光制御信号ないし第ｎ／２発光制御信
号を順次出力することができる。
【０１１３】
　図７を参照すれば、本発明による有機電界発光表示装置の走査駆動部を示したブロック
図が示されている。
【０１１４】
　図７に示されたように、有機電界発光表示装置の走査駆動部はクロックインバータＩｎ
ｖ＿ＣＬＫ、第１シフトレジスタＳＲ１ないし第ｎ／２シフトレジスタＳＲｎ／２、及び
第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎを含むことができる
。前記第１シフトレジスタＳＲ１ないし第ｎ／２シフトレジスタＳＲｎ／２は、図５に示
された発光制御駆動部の第１シフトレジスタＳＲ１ないし第ｎ／２シフトレジスタＳＲｎ
／２と同じシフトレジスタである。そのため、第１シフトレジスタＳＲ１ないし第ｎ／２
シフトレジスタＳＲｎ／２の出力信号は、第１発光制御信号ないし第ｎ／２発光制御信号
ｎ／２である。前記クロックインバータＩｎｖ＿ＣＬＫも、図５に示されたクロックイン
バータＩｎｖ＿ＣＬＫと同じインバータである。
【０１１５】
　前記クロックインバータＩｎｖ＿ＣＬＫは、前記クロック信号ＣＬＫを伝達されて前記
反転クロック信号ＣＬＫＢを生成して第１シフトレジスタＳＲ１ないし第ｎ／２シフトレ
ジスタＳＲｎ／２に供給することができる。そして、前記クロック信号ＣＬＫがハイレベ
ルである場合に、前記反転クロック信号ＣＬＫＢはローレベルになり、前記クロック信号
ＣＬＫがローレベルである場合に、前記反転クロック信号ＣＬＫＢはハイレベルになる逆
信号である。
【０１１６】
　前記第１シフトレジスタＳＲ１は、入力端子Ｉｎが初期駆動線ＦＬＭと電気的に連結さ
れ、第１クロック端子ｃｌｋａが原始クロック線ＣＬＫに電気的に連結され、第２クロッ
ク端子ｃｌｋｂが原始反転クロック線ＣＬＫＢに電気的に連結され、出力端子Ｏｕｔに第
１シフトレジスタＳＲ１の出力信号を出力することができる。前記第１シフトレジスタＳ
Ｒ１の出力信号は初期駆動信号を片側にシフトした信号であって、第１発光制御線Ｅｍ［
１］に出力される第１発光制御信号となる。前記第１シフトレジスタＳＲ１の出力信号で
ある第１発光制御信号は第２シフトレジスタＳＲ２の入力信号であり得る。
【０１１７】
　前記第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１は、初期駆動線ＦＬＭ、第１クロック線ＳＣＬＫ１
及び第１発光制御線Ｅｍ［１］と電気的に連結され、初期駆動信号、第１クロック信号及
び第１発光制御信号を印加されて第１走査線に第１走査信号を出力することができる。
【０１１８】
　前記第２シフトレジスタＳＲ２は、入力端子Ｉｎが第１発光制御線Ｅｍ［１］と電気的
に連結され、第１クロック端子ｃｌｋａが原始反転クロック線ＣＬＫＢに電気的に連結さ
れ、第２クロック端子ｃｌｋｂが原始クロック線ＣＬＫに電気的に連結され、出力端子Ｏ
ｕｔに第２シフトレジスタＳＲ２の出力信号を出力することができる。前記第２シフトレ
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ジスタＳＲ２の出力信号は、第１発光制御信号を片側にシフトした信号であって、第２発
光制御線Ｅｍ［２］に出力される第２発光制御信号となる。前記第２シフトレジスタＳＲ
２の出力信号である第２発光制御信号は第３シフトレジスタＳＲ３の入力信号であり得る
。
【０１１９】
　前記第２ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ２は、第１発光制御線Ｅｍ［１］、第２クロック線Ｓ
ＣＬＫ２及び第２発光制御線Ｅｍ［２］と電気的に連結され、第１発光制御信号、第２ク
ロック信号及び第２発光制御信号を印加されて第２走査線に第２走査信号を出力すること
ができる。
【０１２０】
　前記第３ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ３は、第１発光制御線Ｅｍ［１］、第１クロック線Ｓ
ＣＬＫ１及び第２発光制御線Ｅｍ［２］と電気的に連結され、第１発光制御信号、第１ク
ロック信号及び第２発光制御信号を印加されて第３走査信号を第３走査線に出力すること
ができる。
【０１２１】
　前記第４ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ４は、第２発光制御線Ｅｍ［２］、第２クロック線Ｓ
ＣＬＫ２及び第３発光制御線Ｅｍ［３］と電気的に連結され、第２発光制御信号、第２ク
ロック信号及び第３発光制御信号を印加されて第４走査信号を第４走査線に出力すること
ができる。
【０１２２】
　前記第５ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ５ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎのうち奇数番
目ＮＡＮＤゲートは、前記第３ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ３と同様に第１クロック線ＳＣＬ
Ｋ１と２つの発光制御線に電気的に連結され、走査線に走査信号ルを出力することができ
る。ここで２つの発光制御線は、奇数番目ＮＡＮＤゲートを第ａＮＡＮＤゲートとすると
、第（ａ－１）／２発光制御線Ｅｍ［（ａ－１）／２］と第（ｎ＋１）／２発光制御線Ｅ
ｍ［（ｎ＋１）／２］である。そして、偶数番目ＮＡＮＤゲートは、前記第４ＮＡＮＤゲ
ートＮＡＮＤ４と同様に第２クロック線ＳＣＬＫ２と２つの発光制御線に電気的に連結さ
れ、走査線に走査信号を出力することができる。ここで２つの発光制御線は、偶数番目Ｎ
ＡＮＤゲートを第ｂＮＡＮＤゲートとすると、第ｂ／２発光制御線Ｅｍ［ｂ／２］と第ｂ
／２＋１発光制御線Ｅｍ［ｂ／２＋１］である。
【０１２３】
　前記第１走査線Ｓｃａｎ［１］ないし第ｎ走査線Ｓｃａｎ［ｎ］は、有機電界発光表示
パネル１４０（図１参照）と電気的に連結されて走査信号を有機電界発光表示パネル１４
０（図１参照）に印加することができる。
【０１２４】
　前記第３シフトレジスタＳＲ３ないし第ｎ／２シフトレジスタＳＲｎ／２のうち奇数番
目シフトレジスタは、前記第１シフトレジスタＳＲ１と同様に第１クロック端子ｃｌｋａ
が原始クロック線ＣＬＫに電気的に連結され、第２クロック端子ｃｌｋｂが原始反転クロ
ック線ＣＬＫＢに電気的に連結され、出力端子Ｏｕｔに出力信号を出力することができる
。そして、偶数番目シフトレジスタは第２シフトレジスタＳＲ２と同様に第１クロック端
子ｃｌｋａが原始反転クロック線ＣＬＫＢに電気的に連結され、第２クロック端子ｃｌｋ
ｂが原始クロック線ＣＬＫに電気的に連結されて出力端子Ｏｕｔに出力信号を出力するこ
とができる。このとき、シフトレジスタの入力端子は以前シフトレジスタの出力端子Ｏｕ
ｔに出力された発光制御信号が印加される。すなわち、第３シフトレジスタＳＲ３ないし
第ｎ／２シフトレジスタＳＲｎ／２の入力端子Ｉｎには、第２シフトレジスタＳＲ２ない
し第ｎ／２－１シフトレジスタＳＲｎ／２－１の出力端子Ｏｕｔに出力された第２発光制
御信号ないし第ｎ／２－１発光制御信号がそれぞれ印加されることができる。
【０１２５】
　前記第１発光制御線Ｅｍ［１］ないし第ｎ／２発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］は、有機電界
発光表示パネル１４０（図１参照）と電気的に連結されて発光制御信号を有機電界発光表
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示パネル１４０（図１参照）に印加することができる。
【０１２６】
　図８を参照すれば、図７に示された走査駆動部のタイミング図が示されている。
【０１２７】
　図８に示されたように、前記走査タイミング図は、第１駆動期間Ｔ１、第２駆動期間Ｔ
２及び第３駆動期間Ｔ３を含むことができる。そして、第１駆動期間Ｔ１、第２駆動期間
Ｔ２及び第３駆動期間Ｔ３は第１サブ駆動期間、遅延期間及び第２サブ駆動期間含むこと
ができる。前記第１サブ駆動期間、遅延期間及び第２サブ駆動期間は、第１クロック線Ｓ
ＣＬＫ１の第１クロック信号、第２クロック線ＳＣＬＫ２の第２クロック信号及び発光制
御線Ｅｍ［１］、Ｅｍ［２］、…、Ｅｍ［ｎ／２］の発光制御信号が第１ＮＡＮＤゲート
ＮＡＮＤ１ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに印加されて走査線Ｓｃａｎ［１］、Ｓ
ｃａｎ［２］、…Ｓｃａｎ［ｎ］に走査信号を出力する区間を表す。前記第１クロック信
号と第２クロック信号は位相が反転されてローレベルで所定部分オーバーラップされた信
号である。これは出力される走査信号間に所定の時間間隔を設け、これはクロックスキュ
ー（ｓｋｅｗ）または遅延（ｄｅｌａｙ）に対するマージンを確保させる。
【０１２８】
　前記第１駆動期間Ｔ１は、初期駆動線ＦＬＭからハイレベルの初期駆動信号、原始クロ
ック線ＣＬＫからローレベルの原始クロック信号、及び原始反転クロック線ＣＬＫＢから
ハイレベルの原始反転クロック信号が印加されることができる。
【０１２９】
　まず、第１シフトレジスタＳＲ１は、入力端子にハイレベルの初期駆動信号が印加され
、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロック
端子ｃｌｋｂにハイレベルの原始反転クロック信号が印加されるため、出力端子は入力端
子に印加されたハイレベルの初期駆動信号と同じハイレベルの第１発光制御信号を出力す
ることができる。
【０１３０】
　次いで、第２シフトレジスタＳＲ２は入力端子にハイレベルの第１発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルの原始反転クロック信号が印加され、第２
クロック端子ｃｌｋｂにローレベルの原始クロック信号が印加されるため、出力端子は以
前駆動期間の出力信号と同じローレベルの第２発光制御信号を出力することができる。
【０１３１】
　次いで、第３シフトレジスタＳＲ３は入力端子にローレベルの第２発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロ
ック端子ｃｌｋｂにハイレベルの反転クロック信号が印加されるため、出力端子は入力端
子に印加されたローレベルの第２発光制御信号と同じローレベルの第３発光制御信号を出
力することができる。
【０１３２】
　最後に、第４シフトレジスタＳＲ４ないし第ｎ／２シフトレジスタｎ／２のうち偶数番
目レジスタは、第２シフトレジスタＳＲ２と同様に動作してローレベルの発光信号を出力
し、奇数番目レジスタは第３シフトレジスタＳＲ３と同様に動作してローレベルの発光信
号を出力することができる。
【０１３３】
　前記第１駆動期間Ｔ１の第１サブ駆動期間Ｔ１１は、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１な
いし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに第１クロック線ＳＣＬＫ１から印加されるローレベ
ルの第１クロック信号及び第２クロック線ＳＣＬＫ２から印加されるハイレベルの第２ク
ロック信号を印加することができる。
【０１３４】
　まず、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１はローレベルの第１クロック信号、ハイレベルの
初期駆動信号、ハイレベルの第１発光制御信号が印加され、第１走査線Ｓｃａｎ［１］か
らハイレベルの第１走査信号を出力することができる。
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【０１３５】
　次いで、第２ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ２はハイレベルの第２クロック信号、ハイレベル
の第１発光制御信号、ローレベルの第２発光制御信号が印加され、第２走査線Ｓｃａｎ［
２］からハイレベルの第２走査信号を出力することができる。
【０１３６】
　最後に、第３ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ３ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに電気的
に連結された第２発光制御線Ｅｍ［２］ないし第ｎ／２発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］からロ
ーレベルの発光制御信号を第３ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ３ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡ
ＮＤｎに印加するため、ハイレベルの第３走査信号ないし第ｎ走査信号を出力することが
できる。
【０１３７】
　前記第１駆動期間Ｔ１の遅延期間Ｄ１は第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第ｎＮＡ
ＮＤゲートＮＡＮＤｎに第１クロック線ＳＣＬＫ１から印加されるローレベルの第１クロ
ック信号及び第２クロック線ＳＣＬＫ２から印加されるローレベルの第２クロック信号を
印加することができる。前記第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮ
ＡＮＤｎに電気的に連結された第１クロック線ＳＣＬＫ１と第２クロック線ＳＣＬＫ２か
らローレベルの第１クロック信号と第２クロック信号を前記第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ
１ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに印加するため、ハイレベルの第１走査信号ない
し第ｎ走査信号を出力することができる。
【０１３８】
　前記第１駆動期間Ｔ１の第２サブ駆動期間Ｔ１２は、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１な
いし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに第１クロック線ＳＣＬＫ１から印加されるハイレベ
ルの第１クロック信号及び第２クロック線ＳＣＬＫ２から印加されるローレベルの第２ク
ロック信号を印加することができる。
【０１３９】
　まず、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１はハイレベルの第１クロック信号、ハイレベルの
初期駆動信号、ハイレベルの第１発光制御信号が印加され、第１走査線Ｓｃａｎ［１］に
ローレベルの第１走査信号を出力することができる。
【０１４０】
　次いで、第２ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ２ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに電気的
に連結された第２発光制御線Ｅｍ［２］ないし第ｎ／２発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］からロ
ーレベルの発光制御信号を第２ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ２ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡ
ＮＤｎに印加するため、ハイレベルの第２走査信号ないし第ｎ走査信号を出力することが
できる。
【０１４１】
　前記第２駆動期間Ｔ２は、初期駆動線ＦＬＭからローレベルの初期駆動信号、原始クロ
ック線ＣＬＫからハイレベルの原始クロック信号、及び原始反転クロック線ＣＬＫＢから
ローレベルの原始反転クロック信号が印加されることができる。
【０１４２】
　まず、第１シフトレジスタＳＲ１は入力端子にローレベルの初期駆動信号が印加され、
第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロック端
子ｃｌｋｂにローレベルの原始反転クロック信号が印加されるため、出力端子は第１駆動
期間Ｔ１の出力信号と同じハイレベルの第１発光制御信号を出力することができる。
【０１４３】
　次いで、第２シフトレジスタＳＲ２は入力端子にハイレベルの第１発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始反転クロック信号が印加され、第２
クロック端子ｃｌｋｂにハイレベルの原始クロック信号が印加されるため、出力端子は入
力端子に印加されたハイレベルの第１発光制御信号と同じハイレベルの第２発光制御信号
を出力することができる。
【０１４４】
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　次いで、第３シフトレジスタＳＲ３は入力端子にハイレベルの第２発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロ
ック端子ｃｌｋｂにローレベルの反転クロック信号が印加されるため、出力端子は第１駆
動期間Ｔ１の出力信号と同じローレベルの第３発光制御信号を出力することができる。
【０１４５】
　次いで、第４シフトレジスタＳＲ２は入力端子にローレベルの第３発光制御信号が印加
され、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始反転クロック信号が印加され、第２
クロック端子ｃｌｋｂにハイレベルの原始クロック信号が印加されるため、出力端子は入
力端子に印加されたローレベルの第３発光制御信号と同じローレベルの第４発光制御信号
を出力することができる。
【０１４６】
　最後に、第５シフトレジスタＳＲ５ないし第ｎ／２シフトレジスタｎ／２のうち奇数番
目レジスタは、第３シフトレジスタＳＲ３と同様に動作してローレベルの発光信号を出力
し、偶数番目レジスタは第４シフトレジスタＳＲ４と同様に動作してローレベルの発光信
号を出力することができる。
【０１４７】
　前記第２駆動期間Ｔ２の第１サブ駆動期間Ｔ２１は、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１な
いし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに第１クロック線ＳＣＬＫ１から印加されるローレベ
ルの第１クロック信号及び第２クロック線ＳＣＬＫ２から印加されるハイレベルの第２ク
ロック信号を印加することができる。
【０１４８】
　まず、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１はローレベルの第１クロック信号、ローレベルの
初期駆動信号、ハイレベルの第１発光制御信号が印加され、第１走査線Ｓｃａｎ［１］に
ハイレベルの第１走査信号を出力することができる。
【０１４９】
　次に、第２ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ２は、ハイレベルの第２クロック信号、ハイレベル
の第１発光制御信号、ハイレベルの第２発光制御信号が印加され、第２走査線Ｓｃａｎ［
２］にローレベルの第２走査信号を出力することができる。
【０１５０】
　次に、第３ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ３はローレベルの第１クロック信号、ハイレベルの
第１発光制御信号、ハイレベルの第２発光制御信号が印加され、第３走査線Ｓｃａｎ［３
］にハイレベルの第３走査信号を出力することができる。
【０１５１】
　最後に、第４ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ４ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに電気的
に連結された第３発光制御線Ｅｍ［３］ないし第ｎ／２発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］からロ
ーレベルの発光制御信号を第４ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ４ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡ
ＮＤｎに印加するため、ハイレベルの第４走査信号ないし第ｎ走査信号を出力することが
できる。
【０１５２】
　前記第２駆動期間Ｔ２の遅延期間Ｄ２は、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第ｎＮ
ＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに第１クロック線ＳＣＬＫ１から印加されるローレベルの第１ク
ロック信号、及び第２クロック線ＳＣＬＫ２から印加されるローレベルの第２クロック信
号を印加することができる。前記第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第ｎＮＡＮＤゲー
トＮＡＮＤｎに電気的に連結された第１クロック線ＳＣＬＫ１及び第２クロック線ＳＣＬ
Ｋ２からローレベルの第１クロック信号及び第２クロック信号を前記第１ＮＡＮＤゲート
ＮＡＮＤ１ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに印加するため、ハイレベルの走査信号
を出力することができる。
【０１５３】
　前記第２駆動期間Ｔ２の第２サブ駆動期間Ｔ２２は、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１な
いし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに第１クロック線ＳＣＬＫ１から印加されるハイレベ
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ルの第１クロック信号及び第２クロック線ＳＣＬＫ２から印加されるローレベルの第２ク
ロック信号を印加することができる。
【０１５４】
　まず、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１はハイレベルの第１クロック信号、ローレベルの
初期駆動信号、ハイレベルの第１発光制御信号が印加され、第１走査線Ｓｃａｎ［１］に
ハイレベルの第１走査信号を出力することができる。
【０１５５】
　次に、第２ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ２はローレベルの第２クロック信号、ハイレベルの
第１発光制御信号、ハイレベルの第２発光制御信号が印加され、第２走査線Ｓｃａｎ［２
］にハイレベルの第２走査信号を出力することができる。
【０１５６】
　次に、第３ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ３はハイレベルの第１クロック信号、ハイレベルの
第１発光制御信号、ハイレベルの第２発光制御信号が印加され、第３走査線Ｓｃａｎ［３
］にローレベルの第３走査信号を出力することができる。
【０１５７】
　最後に、第４ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ４ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに電気的
に連結された第３発光制御線Ｅｍ［３］ないし第ｎ／２発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］の発光
制御信号がローレベルの信号を第４ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ４ないし第ｎＮＡＮＤゲート
ＮＡＮＤｎに印加するため、ハイレベルの第４走査信号ないし第ｎ走査信号を出力するこ
とができる。
【０１５８】
　前記第３駆動期間Ｔ３は、初期駆動線ＦＬＭからローレベルの初期駆動信号、原始クロ
ック線ＣＬＫからローレベルの原始クロック信号、及び原始反転クロック線ＣＬＫＢから
ハイレベルの原始反転クロック信号が印加されることができる。
【０１５９】
　まず、第１シフトレジスタＳＲ１は入力端子にローレベルの初期駆動信号が印加され、
第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロック端
子ｃｌｋｂにハイレベルの原始反転クロック信号が印加されるため、出力端子は入力端子
に印加されたローレベルの初期駆動信号と同じローレベルの第１発光制御信号を出力する
ことができる。
【０１６０】
　次に、第２シフトレジスタＳＲ２は入力端子にローレベルの第１発光制御信号が印加さ
れ、第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルの原始反転クロック信号が印加され、第２ク
ロック端子ｃｌｋｂにローレベルの原始クロック信号が印加されるため、出力端子は第２
駆動期間Ｔ２の出力信号と同じハイレベルの第２発光制御信号を出力することができる。
【０１６１】
　次に、第３シフトレジスタＳＲ３は入力端子にハイレベルの第２発光制御信号が印加さ
れ、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロッ
ク端子ｃｌｋｂにハイレベルの反転クロック信号が印加されるため、出力端子は入力端子
に印加されたハイレベルの第２発光制御信号と同じハイレベルの第３発光制御信号を出力
することができる。
【０１６２】
　次に、第４シフトレジスタＳＲ４は入力端子にハイレベルの第３発光制御信号が印加さ
れ、第１クロック端子ｃｌｋａにハイレベルの原始反転クロック信号が印加され、第２ク
ロック端子ｃｌｋｂにローレベルの原始クロック信号が印加されるため、出力端子は第２
駆動期間Ｔ２の出力信号と同じローレベルの第４発光制御信号を出力することができる。
【０１６３】
　次に、第５シフトレジスタＳＲ５は入力端子にローレベルの第４発光制御信号が印加さ
れ、第１クロック端子ｃｌｋａにローレベルの原始クロック信号が印加され、第２クロッ
ク端子ｃｌｋｂにハイレベルの反転クロック信号が印加されるため、出力端子は入力端子
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に印加されたローレベルの第４発光制御信号と同じローレベルの第５発光制御信号を出力
することができる。
【０１６４】
　最後に、第６シフトレジスタＳＲ６ないし第ｎ／２シフトレジスタｎ／２のうち偶数番
目レジスタは、第４シフトレジスタＳＲ４と同様に動作してローレベルの発光信号を出力
し、奇数番目レジスタは第５シフトレジスタＳＲ５と同様に動作してローレベルの発光信
号を出力することができる。
【０１６５】
　前記第３駆動期間Ｔ３の第１サブ駆動期間Ｔ３１は、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１な
いし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに第１クロック線ＳＣＬＫ１から印加されるローレベ
ルの第１クロック信号及び第２クロック線ＳＣＬＫ２から印加されるハイレベルの第２ク
ロック信号を印加することができる。
【０１６６】
　まず、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第３ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ３に電気的に
連結された初期駆動線ＦＬＭ及び第１発光制御線Ｅｍ［１］からローレベルの初期駆動信
号及び第１発光制御信号を第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第３ＮＡＮＤゲートＮＡ
ＮＤ３に印加するため、ハイレベルの第１走査信号ないし第３走査信号を出力することが
できる。
【０１６７】
　次に、第４ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ４は、ハイレベルの第２クロック信号、ハイレベル
の第２発光制御信号、ハイレベルの第３発光制御信号が印加され、第４走査線Ｓｃａｎ［
４］にローレベルの第４走査信号を出力することができる。
【０１６８】
　次に、第５ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ５は、ローレベルの第１クロック信号、ハイレベル
の第２発光制御信号、ハイレベルの第３発光制御信号が印加され、第５走査線Ｓｃａｎ［
５］にハイレベルの第５走査信号を出力することができる。
【０１６９】
　最後に、第６ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ６ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに電気的
に連結された第４発光制御線Ｅｍ［４］ないし第ｎ／２発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］の発光
制御信号がローレベルの信号を第６ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ６ないし第ｎＮＡＮＤゲート
ＮＡＮＤｎに印加するため、ハイレベルの第６走査信号ないし第ｎ走査信号を出力するこ
とができる。
【０１７０】
　前記第３駆動期間Ｔ３の遅延期間Ｄ３は、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第ｎＮ
ＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに第１クロック線ＳＣＬＫ１から印加されるローレベルの第１ク
ロック信号及び第２クロック線ＳＣＬＫ２から印加されるローレベルの第２クロック信号
を印加することができる。前記第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第ｎＮＡＮＤゲート
ＮＡＮＤｎに電気的に連結された第１クロック線ＳＣＬＫ１及び第２クロック線ＳＣＬＫ
２からローレベルの第１クロック信号及び第２クロック信号を前記第１ＮＡＮＤゲートＮ
ＡＮＤ１ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに印加するため、ハイレベルの走査信号を
出力することができる。
【０１７１】
　前記第３駆動期間Ｔ３の第２サブ駆動期間Ｔ２３は、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１な
いし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに第１クロック線ＳＣＬＫ１から印加されるハイレベ
ルの第１クロック信号及び第２クロック線ＳＣＬＫ２から印加されるローレベルの第２ク
ロック信号を印加することができる。
【０１７２】
　まず、第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第３ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ３に電気的に
連結された初期駆動線ＦＬＭ及び第１発光制御線Ｅｍ［１］からローレベルの初期駆動信
号及び発光制御信号を第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第３ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ
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３に印加するため、ハイレベルの第１走査信号ないし第３走査信号を出力することができ
る。
【０１７３】
　次に、第４ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ４はローレベルの第２クロック信号、ハイレベルの
第２発光制御信号、ハイレベルの第３発光制御信号が印加され、第４走査線Ｓｃａｎ［４
］にハイレベルの第５走査信号を出力することができる。
【０１７４】
　次に、第５ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ５はハイレベルの第１クロック信号、ハイレベルの
第２発光制御信号、ハイレベルの第３発光制御信号が印加され、第５走査線Ｓｃａｎ［５
］にローレベルの第５走査信号を出力することができる。
【０１７５】
　最後に、第６ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ６ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに電気的
に連結された第４発光制御線Ｅｍ［４］ないし第ｎ／２発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］の発光
制御信号がローレベルの信号を第６ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ６ないし第ｎＮＡＮＤゲート
ＮＡＮＤｎに印加するため、ハイレベルの第６走査信号ないし第ｎ走査信号を出力するこ
とができる。
【０１７６】
　前記第１シフトレジスタＳＲ１ないし前記第ｎ／２シフトレジスタｎ／２は第１駆動期
間Ｔ１ないし第３駆動期間Ｔ３と以前シフトレジスタから印加された入力信号及び以前駆
動期間の出力信号によってハイレベルの第１発光制御信号ないし第ｎ／２発光制御信号を
順次出力することができる。
【０１７７】
　前記第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし前記第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎは、第１
駆動期間Ｔ１の第１サブ駆動期間Ｔ１１と第２サブ駆動期間Ｔ１２ないし第３駆動期間Ｔ
３の第１サブ駆動期間Ｔ３１と第２サブ駆動期間Ｔ３２で第１クロック信号ないし第２ク
ロック信号、初期駆動信号、第１発光制御信号ないし第ｎ／２発光制御信号を印加されて
、ローレベルの第１走査信号ないし第ｎ走査信号を順次出力することができる。前記第１
ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし前記第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎは、初期駆動信号と
第１発光制御信号ないし第ｎ発光制御信号がすべてハイレベルであって、第１クロック線
からハイレベルの第１クロック信号を印加し、第２クロック線からローレベルの第２クロ
ック信号を印加すると、第１クロック線と電気的に連結された奇数番目ＮＡＮＤゲートの
出力信号である奇数番目走査信号はすべてローレベルの走査信号が出力される。そして、
第２クロック線と電気的に連結された偶数番目ＮＡＮＤゲートの出力信号である偶数番目
走査信号は、すべてハイレベルの走査信号が出力される。前記第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮ
Ｄ１ないし前記第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎは、初期駆動信号と第１発光制御信号ない
し第ｎ発光制御信号がすべてハイレベルであって、第１クロック線からローレベルの第１
クロック信号を印加し、第２クロック線からハイレベルの第２クロック信号を印加すると
、第１クロック線と電気的に連結された奇数番目ＮＡＮＤゲートの出力信号である奇数番
目走査信号はすべてハイレベルの走査信号が出力される。そして、第２クロック線と電気
的に連結された偶数番目ＮＡＮＤゲートの出力信号である偶数番目走査信号は、すべてロ
ーの走査信号が出力される。すなわち、前記第１クロック信号と第２クロック信号を用い
て奇数番目、偶数番目走査信号を出力することができる。
【０１７８】
　図９を参照すれば、本発明の一実施例による有機電界発光表示装置を示したブロック図
が示されている。
【０１７９】
　図９に示されたように、有機電界発光表示装置は走査駆動部１１０、発光制御駆動部１
３０、及び有機電界発光表示パネル１４０を含む。
【０１８０】
　前記走査駆動部１１０は、図７及び図８で説明したように動作して第１走査線Ｓｃａｎ
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［１］ないし第ｎ走査線Ｓｃａｎ［ｎ］に第１走査信号ないし第ｎ走査信号を出力する。
前記第１走査線Ｓｃａｎ［１］ないし第ｎ走査線Ｓｃａｎ［ｎ］は、有機電界発光表示パ
ネル１４０と電気的に連結されて第１走査信号ないし第ｎ走査信号を有機電界発光表示パ
ネル１４０に印加する。このとき、図７の有機電界発光表示装置の走査駆動部は、第１Ｎ
ＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎに初期駆動信号及び第１発
光制御信号ないし第ｎ発光制御信号がすべてハイレベルであって、第１クロック線からハ
イレベルの第１クロック信号を印加して第２クロック線からローレベルの第２クロック信
号を印加すると、第１クロック線と電気的に連結された奇数番目ＮＡＮＤゲートの出力信
号である奇数番目走査信号はすべてローレベルの走査信号が出力される。そして、第２ク
ロック線と電気的に連結された偶数番目ＮＡＮＤゲートの出力信号である偶数番目走査信
号は、すべてハイレベルの走査信号が出力される。前記第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１な
いし前記第ｎＮＡＮＤゲートＮＡＮＤｎは、初期駆動信号及び第１発光制御信号ないし第
ｎ発光制御信号がすべてハイレベルであって、第１クロック線からローレベルの第１クロ
ック信号を印加して第２クロック線からハイレベルの第２クロック信号を印加すると、第
１クロック線と電気的に連結された奇数番目ＮＡＮＤゲートの出力信号である奇数番目走
査信号はすべてハイレベルの走査信号が出力される。そして、第２クロック線と電気的に
連結された偶数番目ＮＡＮＤゲートの出力信号である偶数番目走査信号は、すべてローの
走査信号が出力される。すなわち、第１クロック線ＳＣＬＫ１と第２クロック線ＳＣＬＫ
２に印加される第１クロック信号と第２クロック信号によって奇数番目と偶数番目走査信
号を出力することができる。
【０１８１】
　前記発光制御駆動部１３０は、図５及び図６で説明したように動作して第１発光制御線
Ｅｍ［１］ないし第ｎ／２発光制御線Ｅｍ［ｎ／２］に第１発光制御信号ないし第ｎ／２
発光制御信号を出力する。前記第１発光制御線Ｅｍ［１］ないし第ｎ／２発光制御線Ｅｍ
［ｎ／２］は有機電界発光表示パネル１４０と電気的に連結され、第１発光制御信号ない
し第ｎ／２発光制御信号を有機電界発光表示パネル１４０に印加する。前記発光制御線Ｅ
ｍ［１］、Ｅｍ［２］、…、Ｅｍ［ｎ／２］は奇数番目画素部には奇数番目発光制御線を
、偶数番目画素部には偶数番目発光制御線を電気的に連結する。前記奇数番目発光制御線
は、前記奇数番目画素部に奇数番目走査信号が印加されてデータ信号を有機電界発光素子
ＯＬＥＤに伝達するとき、奇数番目発光制御信号を印加して奇数番目画素部に発光制御信
号を同時に供給し、奇数番目有機電界発光素子ＯＬＥＤを同時に発光させる。
【０１８２】
　前記有機電界発光表示パネル１４０は、第１画素部ＰＳ１ないし第ｎ画素部ＰＳｎを含
む。
【０１８３】
　前記第１画素部ＰＳ１は第－１走査線Ｓｃａｎ［－１］、第１走査線Ｓｃａｎ［１］及
び第１発光制御線Ｅｍ［１］と電気的に連結される。前記第２画素部ＰＳ２は第０走査線
Ｓｃａｎ［０］、第２走査線Ｓｃａｎ［２］及び第２発光制御線Ｅｍ［２］と電気的に連
結される。前記第３画素部ＰＳ３は第１走査線Ｓｃａｎ［１］、第３走査線Ｓｃａｎ［３
］及び第１発光制御線Ｅｍ［１］と電気的に連結される。前記第４画素部ＰＳ４は第２走
査線Ｓｃａｎ［２］、第４走査線Ｓｃａｎ［４］及び第２発光制御線Ｅｍ［２］と電気的
に連結される。前記第５画素部ＰＳ５は第３走査線Ｓｃａｎ［３］、第５走査線Ｓｃａｎ
［５］及び第３発光制御線Ｅｍ［３］と電気的に連結される。前記第６画素部ＰＳ６は第
４走査線Ｓｃａｎ［４］、第６走査線Ｓｃａｎ［６］及び第４発光制御線Ｅｍ［４］と電
気的に連結される。このように画素部は第ｎ－２走査線Ｓｃａｎ［ｎ－２］と第ｎ走査線
Ｓｃａｎ［ｎ］と電気的に連結され、第ｎ－２走査信号と第ｎ走査信号を印加されて動作
する。すなわち、偶数番目画素部には偶数番目走査線が繋がれ、奇数番目画素部は奇数番
目走査線が電気的に連結される。ここで、第－１走査線Ｓｃａｎ［－１］及び第０走査線
Ｓｃａｎ［０］はデッドスペース（Ｄｅａｄ Ｓｐａｃｅ）に挿入されて、ユーザに見え
ないパネルの走査線として第－１走査線Ｓｃａｎ［－１］及び第０走査線Ｓｃａｎ［０］
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で表した。そして、偶数番目画素部には偶数番目発光制御線が繋がれ、奇数番目画素部は
奇数番目発光制御線が電気的に連結される。
【０１８４】
　このとき、走査駆動部１１０の第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし第ｎＮＡＮＤゲー
トＮＡＮＤｎに初期駆動信号及び第１発光制御信号ないし第ｎ発光制御信号がすべてハイ
レベルであって、第１クロック線ＳＣＬＫ１からハイレベルの第１クロック信号を印加し
て第２クロック線からローレベルの第２クロック信号を印加すると、第１クロック線ＳＣ
ＬＫ１と電気的に連結された奇数番目ＮＡＮＤゲートの出力信号である奇数番目走査信号
はすべてローレベルの走査信号が出力される。そして、第２クロック線ＳＣＬＫ２と電気
的に連結された偶数番目ＮＡＮＤゲートの出力信号である偶数番目走査信号は、すべてハ
イレベルの走査信号が出力される。前記第１ＮＡＮＤゲートＮＡＮＤ１ないし前記第ｎＮ
ＡＮＤゲートＮＡＮＤｎは初期駆動信号及び第１発光制御信号ないし第ｎ発光制御信号が
すべてハイレベルであって、第１クロック線ＳＣＬＫ１からローレベルの第１クロック信
号を印加して第２クロック線ＳＣＬＫ２からハイレベルの第２クロック信号を印加すると
、第１クロック線ＳＣＬＫ１と電気的に連結された奇数番目ＮＡＮＤゲートの出力信号で
ある奇数番目走査信号はすべてハイレベルの走査信号が出力される。そして、第２クロッ
ク線ＳＣＬＫ２と電気的に連結された偶数番目ＮＡＮＤゲートの出力信号である偶数番目
走査信号はすべてローの走査信号が出力される。
【０１８５】
　前記第１クロック線ＳＣＬＫ１にハイレベルの第１クロック信号が印加されて、第２ク
ロック線ＳＣＬＫ２にローレベルの第２クロック信号が印加されるとき、奇数番目走査信
号はすべてローレベルの走査信号が出力されるため、奇数番目画素回路はローレベルの奇
数番目走査信号を印加されて動作し、有機電界発光素子ＯＬＥＤはデータ信号を伝達され
て発光する。このとき、偶数番目画素回路はハイレベルの偶数番目走査信号を印加され、
有機電界発光素子ＯＬＥＤに伝達されなければならないデータ信号が遮断される。
【０１８６】
　前記第１クロック線ＳＣＬＫ１にローレベルの第１クロック信号が印加されて、第２ク
ロック線ＳＣＬＫ２にハイレベルの第２クロック信号が印加されるとき、偶数番目走査信
号はすべてローレベルの走査信号が出力されるため、偶数番目画素回路はローレベルの偶
数番目走査信号を印加されて動作し、有機電界発光素子ＯＬＥＤはデータ信号を伝達され
て発光する。このとき、奇数番目画素回路はハイレベルの奇数番目走査信号を印加されて
有機電界発光素子ＯＬＥＤに伝達されなければならないデータ信号が遮断される。
【０１８７】
　すなわち、前記第１クロック線ＳＣＬＫ１と第２クロック線ＳＣＬＫ２を奇数番目ＮＡ
ＮＤゲートと偶数番目ＮＡＮＤゲートにそれぞれ電気的に連結し、前記奇数番目ＮＡＮＤ
ゲートと偶数番目ＮＡＮＤゲートはそれぞれ奇数番目画素部と偶数番目画素部と電気的に
連結される。このとき、第１クロック線ＳＣＬＫ１にローレベルの第１クロック信号を印
加して第２クロック線ＳＣＬＫ２にハイレベルの第２クロック信号を印加し、奇数番目画
素部の有機電界発光素子ＯＬＥＤだけがターンオンする。そして第１クロック線ＳＣＬＫ
１にハイレベルの第１クロック信号を印加して第２クロック線ＳＣＬＫ２にローレベルの
第２クロック信号を印加し、偶数番目画素部の有機電界発光素子ＯＬＥＤだけがターンオ
ンする。上記のように偶数番目画素部の有機電界発光素子ＯＬＥＤだけが発光しなければ
ならないが、奇数番目画素部の有機電界発光素子ＯＬＥＤが発光する場合、及び、奇数番
目画素部の有機電界発光素子ＯＬＥＤだけが発光しなければならないが、偶数番目画素部
の有機電界発光素子ＯＬＥＤが発光する場合に、縦方向にショートが発生したことが分か
る。
【０１８８】
　例えば、第１画素部ＰＳ１と第２画素部ＰＳ２のｍ番目画素回路１４１がショートした
とすると、第１クロック線ＳＣＬＫ１にローレベルの第１クロック信号を印加して、第２
クロック線ＳＣＬＫ２にハイレベルの第２クロック信号を印加したとき、奇数番目画素部
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の有機電界発光素子ＯＬＥＤだけが発光しなければならないが、第２画素部ＰＳ２のｍ番
目画素回路１４１の有機電界発光素子ＯＬＥＤも発光するため、縦方向にショートしたこ
とが見つけられる。
【０１８９】
　このような縦方向に発生したショートの検出は、従来にはモジュール工程で一定パター
ンを有機電界発光表示パネルに印加して検出するため、ショートが発生した不良パネルに
モジュール工程作業コストが追加的に発生した。しかし、本発明の縦方向に発生したショ
ートの検出はモジュール工程以前にパネルにクロック信号を印加して不良を検出すること
ができるため、不良パネルのモジュール工程作業コストを節減することができる。また、
モジュール工程で全数検査をしない場合、縦方向ショートが不良として検出されず最終利
用顧客が不良を見つけるようになり、商品の信頼性が低下することを防止することができ
る。
【０１９０】
　図１０を参照すれば、図９に示された有機電界発光表示装置のタイミング図が示されて
いる。
【０１９１】
　図１０に示されたように、有機電界発光表示装置のタイミング図は第１駆動期間Ｔ１、
第２駆動期間Ｔ２及び第３駆動期間Ｔ３を含む。そして前記第１駆動期間Ｔ１ないし第３
駆動期間Ｔ３は、第１サブ駆動期間、遅延期間、第２サブ駆動期間を含む。
【０１９２】
　まず、第１駆動期間Ｔ１は、有機電界発光表示パネル１４０にハイレベルの第１発光制
御信号が印加され、ローレベルの第２発光制御信号ないし第ｎ発光制御信号が印加される
。
【０１９３】
　前記第１駆動期間Ｔ１の第１サブ駆動期間Ｔ１１は、前記有機電界発光表示パネル１４
０にハイレベルの第１走査信号ないし第ｎ走査信号が印加される。
【０１９４】
　前記第１駆動期間Ｔ１の遅延期間Ｄ１は、印加される走査信号の間に所定の時間間隔を
設け、これはクロックスキューまたは遅延に対するマージンを確保させる期間である。
【０１９５】
　前記第１駆動期間Ｔ１の第２サブ駆動期間Ｔ１２は、前記有機電界発光表示パネル１４
０にローレベルの第１走査信号が印加され、ハイレベルの第２走査信号ないし第ｎ走査信
号が印加される。このとき、第１画素部ＰＳ１の画素回路はローレベルの第１走査信号を
伝達されて第１スイッチング素子Ｓ１及び第５スイッチング素子Ｓ５がターンオンされる
。第１スイッチング素子Ｓ１がターンオンされてデータ信号を駆動トランジスタに伝達し
、第５スイッチング素子Ｓ５がターンオンされて駆動トランジスタをダイオード構造で連
結させて駆動トランジスタの閾値電圧を補償する。前記第１画素部ＰＳ１の画素回路は、
第１容量性素子Ｃ１に第１電源電圧ＥＬＶＤＤと駆動トランジスタＭ１の制御電極間に電
圧差を保存する。そして、第３画素部ＰＳ３の画素回路は二つ前の走査信号であるローレ
ベルの第１走査信号を印加されて第１容量性素子Ｃ１と第２容量性素子Ｃ２に保存されて
いた電圧を初期化させる。
【０１９６】
　次に、第２駆動期間Ｔ２は有機電界発光表示パネル１４０にハイレベルの第１発光制御
信号及び第２発光制御信号が印加され、ローレベルの第３発光制御信号ないし第ｎ発光制
御信号が印加される。
【０１９７】
　前記第２駆動期間Ｔ２の第１サブ駆動期間Ｔ２１は、前記有機電界発光表示パネル１４
０にローレベルの第２走査信号が印加され、ハイレベルの第１走査信号及び第３走査信号
ないし第ｎ走査信号が印加される。このとき、第２画素部ＰＳ２の画素回路はローレベル
の第２走査信号を伝達されて第１スイッチング素子Ｓ１及び第５スイッチング素子Ｓ５が
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ターンオンされる。第１スイッチング素子Ｓ１がターンオンされてデータ信号を駆動トラ
ンジスタに伝達し、第５スイッチング素子Ｓ５がターンオンされて駆動トランジスタをダ
イオード構造で連結させて駆動トランジスタの閾値電圧を補償する。前記第２画素部ＰＳ
２の画素回路は第１容量性素子Ｃ１に第１電源電圧ＥＬＶＤＤと駆動トランジスタＭ１の
制御電極間に電圧差を保持する。そして、第４画素部ＰＳ４の画素回路は二つ前の走査信
号であるローレベルの第２走査信号を印加され、第１容量性素子Ｃ１及び第２容量性素子
Ｃ２に保持されていた電圧を初期化させる。
【０１９８】
　前記第２駆動期間Ｔ２の遅延期間Ｄ１は、印加される走査信号の間に所定の時間間隔を
設け、これはクロックスキューまたは遅延に対するマージンを確保させる期間である。
【０１９９】
　前記第２駆動期間Ｔ２の第２サブ駆動期間Ｔ２２は、前記有機電界発光表示パネル１４
０にローレベルの第３走査信号が印加され、ハイレベルの第１走査信号、第２走査信号、
及び第４走査信号ないし第ｎ走査信号が印加される。このとき、第３画素部ＰＳ３の画素
回路は、ローレベルの第３走査信号を伝達されて第１スイッチング素子Ｓ１及び第５スイ
ッチング素子Ｓ５がターンオンされる。第１スイッチング素子Ｓ１がターンオンされてデ
ータ信号を駆動トランジスタに伝達し、第５スイッチング素子Ｓ５がターンオンされて駆
動トランジスタをダイオード構造で連結させて駆動トランジスタの閾値電圧を補償する。
前記第３画素部ＰＳ３の画素回路は、第１容量性素子Ｃ１に第１電源電圧ＥＬＶＤＤと駆
動トランジスタＭ１の制御電極間に電圧差を保持する。そして、第５画素部ＰＳ５の画素
回路は二つ前の走査信号であるローレベルの第３走査信号を印加されて第１容量性素子Ｃ
１及び第２容量性素子Ｃ２に保持されていた電圧を初期化させる。
【０２００】
　最後に、第３駆動期間Ｔ３は有機電界発光表示パネル１４０にハイレベルの第２発光制
御信号及び第３発光制御信号が印加され、ローレベルの第１発光制御信号及び第３発光制
御信号ないし第ｎ発光制御信号が印加される。前記第１画素部ＰＳ１の画素回路は、ロー
レベルの第１発光制御信号が印加されて第２スイッチング素子Ｓ２と第３スイッチング素
子Ｓ３がターンオンされる。前記第２スイッチング素子Ｓ２がターンオンされて第１電源
電圧ＥＬＶＤＤを前記駆動トランジスタＭ１に伝達して、前記第３スイッチング素子Ｓ３
がターンオンされて有機電界発光素子ＯＬＥＤに駆動電流を伝達し、第１画素部ＰＳ１の
有機電界発光素子ＯＬＥＤは発光する。
【０２０１】
　前記第３駆動期間Ｔ３の第１サブ駆動期間Ｔ３１は、前記有機電界発光表示パネル１４
０にローレベルの第４走査信号が印加され、ハイレベルの第１走査信号ないし第３走査信
号、及び第５走査信号ないし第ｎ走査信号が印加される。このとき、第４画素部ＰＳ４の
画素回路は、ローレベルの第４走査信号を伝達されて第１スイッチング素子Ｓ１及び第５
スイッチング素子Ｓ５がターンオンされる。第１スイッチング素子Ｓ１がターンオンされ
てデータ信号を駆動トランジスタに伝達し、第５スイッチング素子Ｓ５がターンオンされ
て駆動トランジスタをダイオード構造で連結させて駆動トランジスタの閾値電圧を補償す
る。前記第４画素部ＰＳ４の画素回路は、第１容量性素子Ｃ１に第１電源電圧ＥＬＶＤＤ
と駆動トランジスタＭ１の制御電極間に電圧差を保存する。そして、第６画素部ＰＳ６の
画素回路は、二つ前の走査信号であるローレベルの第４走査信号を印加されて第１容量性
素子Ｃ１及び第２容量性素子Ｃ２に保持されていた電圧を初期化させる。
【０２０２】
　前記第２駆動期間Ｔ２の遅延期間Ｄ１は、印加される走査信号の間に所定の時間間隔を
設け、これはクロックスキューまたは遅延に対するマージンを確保させる期間である。
【０２０３】
　前記第３駆動期間Ｔ３の第２サブ駆動期間Ｔ３２は、前記有機電界発光表示パネル１４
０にローレベルの第５走査信号が印加され、ハイレベルの第１走査信号ないし第４走査信
号、及び第６走査信号ないし第ｎ走査信号が印加される。このとき、第５画素部ＰＳ５の
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画素回路は、ローレベルの第５走査信号を伝達されて第１スイッチング素子Ｓ１及び第５
スイッチング素子Ｓ５がターンオンされる。第１スイッチング素子Ｓ１がターンオンされ
てデータ信号を駆動トランジスタに伝達し、第５スイッチング素子Ｓ５がターンオンされ
て駆動トランジスタをダイオード構造で連結させて駆動トランジスタの閾値電圧を補償す
る。前記第５画素部ＰＳ５の画素回路は、第１容量性素子Ｃ１に第１電源電圧ＥＬＶＤＤ
と駆動トランジスタＭ１の制御電極間に電圧差を保持する。そして、第７画素部ＰＳ７の
画素回路は二つ前の走査信号であるローレベルの第５走査信号を印加されて、第１容量性
素子Ｃ１及び第２容量性素子Ｃ２に保持されていた電圧を初期化させる。
【０２０４】
　上記のような方法で、第１画素部ＰＳ１ないし第ｎ画素部ＰＳｎは順次動作して有機電
界発光素子ＯＬＥＤは発光する。
【０２０５】
　以上の説明は、本発明による有機電界発光表示装置を実施するための１つの実施例に過
ぎず、本発明は前記の実施例に限定されることなく、特許請求の範囲で請求するところの
ように本発明の要旨を逸脱することなく当業者であれば誰でも多様な変更実施が可能な範
囲まで本発明の技術的精神があると言えるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０２０６】
【図１】本発明による有機電界発光表示装置を概略的に示したブロック図である。
【図２】本発明による有機電界発光表示装置の画素回路を示した回路図である。
【図３】本発明による有機電界発光表示装置の走査駆動部及び発光制御駆動部におけるシ
フトレジスタのブロック図である。
【図４】図３に示されたシフトレジスタの回路図である。
【図５】本発明による有機電界発光表示装置の発光制御駆動部を示したブロック図である
。
【図６】図５に示された発光制御駆動部のタイミング図である。
【図７】本発明による有機電界発光表示装置の走査駆動部を示したブロック図である。
【図８】図７に示された走査駆動部のタイミング図である。
【図９】本発明の一実施例による有機電界発光表示装置を示したブロック図である。
【図１０】図９に示された有機電界発光表示装置のタイミング図である。
【符号の説明】
【０２０７】
　１１０　走査駆動部
　１２０　データ駆動部
　１３０　発光制御駆動部
　１４０　有機電界発光表示パネル
　１４１　有機電界発光素子
　ＰＳ１　第１画素部
　ＰＳ２　第２画素部
　ＰＳ３　第３画素部
　ＰＳ４　第４画素部
　ＰＳ５　第５画素部
　ＰＳ６　第６画素部
　ＳＲ１　第１シフトレジスタ
　ＳＲ２　第２シフトレジスタ
　ＳＲ３　第３シフトレジスタ
　ＳＲｎ／２　第ｎ／２シフトレジスタ
　ＮＡＮＤ１　第１ＮＡＮＤゲート
　ＮＡＮＤ２　第２ＮＡＮＤゲート
　ＮＡＮＤ３　第３ＮＡＮＤゲート
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　ＮＡＮＤ４　第４ＮＡＮＤゲート
　ＮＡＮＤｎ－１　第ｎ－１ＮＡＮＤゲート
　ＮＡＮＤｎ　第ｎＮＡＮＤゲート
　Ｄａｔａ［ｍ］　データ線
　Ｓｃａｎ［ｎ］　走査線
　Ｅｍ［ｎ］　発光制御線
　ＥＬＶＤＤ　第１電源電圧線
　ＥＬＶＳＳ　第２電源電圧線
　Ｖｉｎｉｔ　第３電源電圧線
　Ｍ１　駆動トランジスタ
　Ｓ１　第１スイッチング素子
　Ｓ２　第２スイッチング素子
　Ｓ３　第３スイッチング素子
　Ｓ４　第４スイッチング素子
　Ｓ５　第５スイッチング素子
　Ｓ６　第６スイッチング素子
　Ｓ７　第７スイッチング素子
　Ｃ１　第１容量性素子
　Ｃ２　第２容量性素子

【図１】 【図２】

【図３】



(32) JP 5032234 B2 2012.9.26

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(33) JP 5032234 B2 2012.9.26

【図８】 【図９】

【図１０】



(34) JP 5032234 B2 2012.9.26

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２４Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６７０Ｑ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２２Ｆ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ          　　　　　

(74)代理人  100108453
            弁理士　村山　靖彦
(72)発明者  金　鍾允
            大韓民国京畿道龍仁市器興邑公税里４２８－５

    審査官  福村　拓

(56)参考文献  特開２００６－１８４８７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１５４８１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０５２４２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３３７３０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０３１６３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０１８２２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３３８７７３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｇ　　　３／３０　　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　３／２０　　　　



专利名称(译) 有机发光显示器

公开(公告)号 JP5032234B2 公开(公告)日 2012-09-26

申请号 JP2007198058 申请日 2007-07-30

[标]申请(专利权)人(译) 三星斯笛爱股份有限公司

申请(专利权)人(译) 三星エスディアイ株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星移动显示的股票会社

[标]发明人 金鍾允

发明人 金 鍾允

IPC分类号 G09G3/30 G09G3/20 H01L51/50

CPC分类号 G09G3/006 G09G3/3233 G09G3/3266 G09G2300/0819 G09G2300/0852 G09G2300/0861 G09G2310
/0224 G09G2310/0286 G11C19/00 G11C19/28

FI分类号 G09G3/30.J G09G3/20.622.D G09G3/20.621.A G09G3/20.622.E G09G3/20.622.Q G09G3/20.624.B 
G09G3/20.670.Q G09G3/20.622.F H05B33/14.A G09G3/3233 G09G3/3266 G09G3/3275 G09G3/3291 
G11C19/00 G11C19/00.J

F-TERM分类号 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC21 3K107/CC29 3K107/CC45 3K107/EE04 3K107/HH02 3K107
/HH04 3K107/HH05 5B074/AA10 5B074/CA01 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/DD15 5C080/DD28 
5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380/AC08 5C380
/AC11 5C380/AC12 5C380/BA28 5C380/BA34 5C380/CA08 5C380/CA12 5C380/CB01 5C380/CB12 
5C380/CB16 5C380/CB17 5C380/CB19 5C380/CB26 5C380/CB33 5C380/CC06 5C380/CC07 5C380
/CC26 5C380/CC33 5C380/CC39 5C380/CC42 5C380/CC52 5C380/CC55 5C380/CC64 5C380/CD026 
5C380/CE03 5C380/CE20 5C380/CF07 5C380/CF23 5C380/CF32 5C380/CF36 5C380/DA02 5C380
/DA06 5C380/DA32 5C380/DA47 5C380/GA05

代理人(译) 佐伯喜文
渡边 隆
村山彦

审查员(译) 福村 拓

优先权 1020070034285 2007-04-06 KR

其他公开文献 JP2008257159A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种有机发光显示器，其通过预先检测有机发光显示面板的像素的纵向短缺陷来节省模块工艺成本，从而提高
了可靠性。 ŽSOLUTION：有机发光显示器包括：第一移位寄存器，其电耦合到源时钟线，源负时钟线和初始驱动线;第一与非门，
电连接到初始驱动线，第一发光控制线是第一移位寄存器的输出线，和第一时钟线;第二与非门，其与初始驱动线，第一发光控制线
和第二时钟线电连接;第一像素部分，电连接到第一扫描线，第一扫描线是第一与非门的输出线;第二像素部分，电连接到第二扫描
线，第二扫描线是第二与非门的输出线;第三像素部分，其电连接到第一扫描线;第四像素部分，电连接到第二扫描线。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1609fe36-4647-45b7-a87c-d18fcac929e0
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039201838/publication/JP5032234B2?q=JP5032234B2



